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PREMESSA 


Il presente prontuario riassume i dati tecnici più importanti che 
caratterizzano il maggior numero possibile dei transistori di tipo europeo, 
usati particolarmente in campo radio e TV. 

Ciò allo scopo di fornire al tecnico riparatore ed a chi si dedica alla 
realizzazione di apparecchiature sperimentali una guida utile e di facile 
consultazione per l’identificazione delle principali caratteristiche elettriche 
e meccaniche dei transistori di tipo piu corrente. 

I dati raccolti in questo prontuario hanno naturalmente scopo essen¬ 
zialmente di orientamento. 

Coloro che, dedicandosi alla progettazione di apparecchiature, neces¬ 
sitino di informazioni tecniche più dettagliate, potranno richiedere i ma¬ 
nuali editi dalle case costruttrici dei semiconduttori. 
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1. - ELENCO E DEFINIZIONI 
DEI SIMBOLI DEL PRESENTE PRONTUARIO 


f 

f j3 

fr 


Gum 

hFE 

le 

p 

R BE 

R-tha 

Rthe 

T a 

T c 

T j 

teff 

fon 

Vcbo 

VeE 

V CEO 

V CER 

VcES 

V CEX 

yfe 

yfb 

J3 


frequenza 

frequenza di taglio del guadagno di corrente con uscita in corto¬ 
circuito (montaggio ad emettitore comune) 
frequenza di transizione 
guadagno di potenza 
guadagno di trasduzione di potenza 
guadagno di potenza^ unilateralizzato 
guadagno statico di corrente (emettitore comune) 
corrente di collettore 
potenza dissipata 
resistenza esterna base-emettitore 

resistenza termica fra la giunzione e l'ambiente (transistore in aria 
libera) 

resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore 

temperatura ambiente 

temperatura del contenitore 

temperatura della giunzione 

tempo di commutazione in apertura 

tempo di commutazione in chiusura 

tensione collettore-base (emettitore aperto) 

tensione collettore-emettitore 

tensione collettore-emettitore (base aperta) 

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore chiusa 
su un dato resistere Ree ) 

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore in corto¬ 
circuito) 

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore polariz¬ 
zata in senso inverso) 

ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon¬ 
taggio ad emettitore comune) 

ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon¬ 
taggio a base comune) 

guadagno di corrente dinamico (uscita in cortocircuito; mqntaggio 
ad emettitore comune). 
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2. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE 


alim. 

alimentazione 

ampi. = 

amplificatore 

commut. = 

commutazione 

compì. = 

complementare 

cont. = 

contenitore 

conv. = 

convertitore 

diss. 

dissipatore 

orizz. 

orizzontale 

oscill. = 

oscillatore 

preampl. = 

pre amplificatore 

sincr. = 

sincronizzazione 

vert. 

verticale. 


3. - COME CONSULTARE IL PRONTUARIO 


Al fine di consentire una ricerca agevole e rapida, i transistori sono 
stati riportati seguendo un ordine alfabetico. 

Per ciascun transistore sono riportati i dati più importanti, ripartiti 
sostanzialmente in cinque colonne; nella testata orizzontale in alto si trova, 
incominciando da sinistra: 

1) la sigla del transistore; 

2) la struttura, ossia se è PNP o NPN e, immediatamente sotto, il tipo 
di contenitore; le connessioni relative sono riportate nelle ultime 
pagine del Prontuario (Dati Transistori 2); 

3) l’applicazione tipica per la quale è stato particolarmente studiato 
(per ragioni di spazio si sono adottate le numerose abbreviazioni 
sopra specificate); 

4) i valori massimi assoluti; 

5) i dati elettrici caratteristici. 

Tutte le grandezze sono indicate con le rispettive unità di misura. 
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DATI 


TRANS! 



ossia: 


V - volt 

kHz = chilohertz 

A = ampère 

MHz = megahertz 

mA = milliampère 

mS = millisiemens 

W = watt 

ns = nanosecondi 

°C = gradi centigradi 

Hs = microsecondi 


E’ bene fare subito una distinzione fra i valori massimi assoluti e le 
caratteristiche elettriche. 

I valori massimi assoluti sono valori limite superati i quali il semi- 
conduttore può danneggiarsi in modo permanente. 

Questi limiti dipendono dalle caratteristiche proprie del semiconduttore 
e vengono quindi stabiliti dal costruttore. 

Trattandosi di valori massimi assoluti, devono essere considerati come 
le estreme possibilità del dispositivo. Le condizioni normali di progetto 
devono rimanere molto al di sotto di questi valori, che non devono neanche 
essere raggiunti durante le peggiori condizioni di funzionamento che si pos¬ 
sano presentare. 

Le caratteristiche elettriche, al contrario, mettono in risalto i parame¬ 
tri più importanti del semiconduttore ed esprimono una proprietà tipica, 
in una specifica condizione di misura, per la quale il semiconduttore con¬ 
sente prestazioni ripetibili. 

Dopo queste precisazioni, possiamo ora esaminare il significato e l'esat¬ 
ta interpretazione dei dati riportati. 


4. - VALORI MASSIMI DI TENSIONE E DI CORRENTE 

Sono riportati i valori delle tensioni inverse di rottura applicate alle 
giunzioni collettore-base e collettore-emettitore. Il valore massimo di ten¬ 
sione Vcbo corrisponde alla tensione inversa di rottura della giunzione col¬ 
lettore-base (con emettitore aperto). 
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La tensione di rottura della giunzione collettore-emettitore interessa 
invece due giunzioni: la giunzione collettore-base, polarizzata sempre in 
senso inverso, e la giunzione emettitore-base che al contrario può essere 
aperta, chiusa su un determinato resistore Rbe- chiusa in cortocircuito, 
oppure polarizzata in senso inverso con una determinata tensione. 

A queste quattro condizioni corrispondono tensioni di rottura di valore 
progressivamente crescente, indicate rispettivamente con i simboli Vqeoì 
V CER ; V CES : V CEX- 

La corrente di collettore le indicata rappresenta il valore massimo, 
da non superare, per evitare di danneggiare il transistore. 


AVVERTENZA: tutti i valori massimi di tensione e di corrente ripor¬ 
tati sul presente prontuario sono espressi solo numericamente, ossia essi si 
intendono, ovviamente, negativi per i transistori PNP e positivi per i tran¬ 
sistori NPN. 


5. - VALORI MASSIMI DI POTENZA E DI TEMPERATURA 


Ciascun transistore è caratterizzato da una temperatura di giunzione 
massima Tj max , superata la quale esso si danneggia. 

La temperatura di giunzione Ti di un transistore dipende da tre varia¬ 
bili: 


la temperatura ambiente T a 
la dissipazione di collettore P 
la resistenza termica Rtha 

secondo la relazione 


Tj = r a + Rtha ' P- 


Esaminiamo brevemente il significato di queste tre grandezze. 
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DATI TRANSW ,<STT 

La temperatura ambiente T a è la temperatura dell’ambiente in cui si 
trova il transistore , la quale può essere anche relativamente alta a causa del 
calore prodotto da resistori o transistori dì potenza che si trovino nelle 
immediate vicinanze del transistore considerato. 

La potenza P è quella dissipata sul collettore; per un amplificatore 
in classe A, è data da; 

P = V CE ■ l c 

dove ^ 

Vc E è la tensione continua collettore-emettitore; 

I c è la corrente continua di collettore, nelle normali condizioni di 
funzionamento. 

Come accade per qualsiasi resistore, l’energia corrispondente alla po¬ 
tenza P dissipata dal transistore viene trasformata, per effetto joule, in 
energia termica. Ciò determina un aumento della temperatura di giunzione, 
che si porta ad un valore più alto di quello della temperatura T a . Questo 
aumento è tanto maggiore quanto più elevata è la potenza dissipata. 

La resistenza termica Rtha è un coefficiente termico, denominato 
“resistenza termica giunzione-ambiente”, tipico di ciascun transistore, che 
indica di quanti gradi centigradi aumenta la temperatura della giunzione per 
ogni watt di potenza dissipato sul collettore. 

In pratica si può dire che la resistenza termica Rtha definisce l’attitu¬ 
dine del transistore considerato a cedere all’ambiente esterno, attraverso il 
proprio contenitore, il calore prodotto nel suo interno a causa della potenza 
dissipata. 

In corrispondenza della massima temperatura di giunzione Tj ma x am¬ 
messa, si otterrà dunque la massima potenza Pmax che il transistore può 
dissipare, secondo la relazione: 

Tjmax - T a 

!) Pma*- 
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Questa formula consente quindi di calcolare la massima potenza che 
un transistore, supposto in aria libera, può dissipare. 

Tenendo presente quanto detto precedentemente a proposito della 
resistenza termica Rtha, è intuitivo che. aumentando la superficie del con¬ 
tenitore, ad esempio corredandolo di un dissipatore termico o di alette di 
raffreddamento, è possibile aumentare la massima potenza dissipabile. In 
questo caso la resistenza termica giunzione-ambiente Rtha può essere piu 
convenientemente considerata la somma di due parti e cioè: 

-) Rtha = Rthc + Rthd 


dove 

Rthc c la resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore; 

Rthd è’ l a resistenza termica del dissipatore (o piu precisamente fra 
il dissipatore e l'ambiente 

Dopo questa spiegazione preliminare, possiamo esaminare ora i dati 
riportati sul presente manuale. 

Il valore di potenza P indicato è quello massimo che il transistore può 
dissipare in aria libera, cioè senza alette di raffreddamento; esso è normal¬ 
mente riferito ad una temperatura T a = 25 °C, salvo i casi in cui è specifi¬ 
cato espressamente un valore di T a diverso. 

Si può osservare in ogni caso che è sempre possibile calcolare la poten¬ 
za massima P x , dissipabile in aria libera ad una temperatura ambiente di 
valore qualsiasi T ax , applicando la seguente formula: 


3 ) 


Px 


= p • 


Ti 


T J 


~T ax 

-T a 


dove 


P è la potenza massima riferita alla temperatura ambiente T a ; 


à 
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Tj è la temperatura massima della giunzione: 

T ax è la temperatura ambiente in corrispondenza della quale si vuole 
calcolare la potenza P x : 

T a è la temperatura ambiente, letta sulla tabella, per la quale si ottiene 
la potenza nota P. 


ESEMPIO 


k 

Per il transistore AC116 sono riportati i seguenti dati: 


P = 145 mW Tj = 90 a C 

Poiché non è indicato uno specifico valore di T a , si intende che questa 
potenza è valida per una temperatura ambiente T a = 25 °C. 

Supponiamo ora di voler conoscere la potenza massima P x che il tran¬ 
sistore AC116 è ancora in grado di dissipare ad una temperatura ambiente 

T ax = 45 °C. 


Applicando la formula 3) si trova: 



145 • 


90 - 45 
90 - 25 



6.525 

—-s 100 mW. 
65 


La potenza massima che il transistore AC116 può dissipare a tempe¬ 
ratura ambiente T ax = 45 °C risulta dunque di soli 100 mW. 

In altri casi il valore massimo di potenza P indicato sui dati è riportato 
in funzione, oltre che della temperatura T a , di una specifica aletta per il 
raffreddamento o per il fissaggio su un dissipatore di calore, le cui caratte¬ 
ristiche sono espressamente chiarite. 

Alcuni tipi di alette, di tipo standard, sono state numerate e le loro 
dimensioni sono riportate al termine del Prontuario (Dati Transistori 2). 
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In molte situazioni pratiche, essendo nota la resistenza termica giun¬ 
zione-contenitore Rthc e fissata la temperatura ambiente di funzionamento 
T a , è opportuno conoscere qual è la resistenza termica del dissipatore di ca¬ 
lore R-thd' necessario perché la temperatura di giunzione non superi il limite 
assoluto Tj max . 

In questo caso, si calcola dapprima la resistenza termica R-tha con la 
formula: 

T ì - T a 

4) R-tha - p 

Nota dai dati la resistenza termica R-tho tenendo presente la relazio¬ 
ne 2} si potrà trovare poi la resistenza termica del dissipatore Rthd> data da: 


Rthd = R-tha - Rthc- 


USUA! PIO 

Siano 

T J = 

125 °C 

ta temperatura massima della giunzione 


T a = 

60 °C 

la temperatura massima ambiente 


P = 

1 W 

la potenza massima da dissipare 


Applicando la formula 4) si ottiene: 


Rtha 




125 - 60 


1 


= 65 °C/W, 


Se la resistenza termica giunzione-contenitore è Rthc = 50 °C/W, la 
resistenza termica del dissipatore Rthd dovrà essere: 

Rthd = Rtha ~ Rthc = 65 - 50 = 15 °C/W 

(nel caso particolare in cui il dissipatore dovesse essere elettricamente iso¬ 
lato dal contenitore del transistore, mediante opportuna rondella isolante, 
occorrerà tener conto anche della resistenza termica di contatto tra conte¬ 
nitore e dissipatore. In pratica, al valore di Rthd calcolato nel modo su 
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GRAFICO PER DETERMINARE LA SUPERFICIE DEL 
DISSIPATORE 
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indicato potrà essere sottratto un valore di resistenza termica compreso 
fra 0,2 e 1 °C/W). 

Nota la resistenza termica del dissipatore, la sua superficie può essere 
trovata mediante il grafico della fig. 1. 

Per l’esempio considerato, in corrispondenza di Rthd = 15 °C/W si 
trova 39 cm 2 , che è la superfìcie del dissipatore di calore di alluminio 
(spesso 1 mm) necessario per il raffreddamento del transistore. 

Il dissipatore deve avere preferibilmente forma quadrata, Nel caso di 
forma rettangolare, la lunghezza del lato più corto deve essere almeno due 
terzi di quella del lato maggiore. 

Sovente,infine, nel caso di transistori di grande potenza, il valore limite 
di dissipazione indicato dal costruttore è quello massimo teorico, corrispon¬ 
dente all’impiego di un dissipatore infinitamente grande, di modo che la 
sua temperatura coincida praticamente con la temperatura ambiente. 

Ne risulta che, in tali condizioni ipotetiche, la resistenza termica giun¬ 
zione-ambiente è identica alla resistenza termica giunzione-contenitore 

(Rtha = Rthc)- 

Sui dati riportati è precisata, in questi casi, la temperatura massima 
ammessa del contenitore T c , per la quale si ha, con dissipatore infinito, il 
valore di potenza massimo, dato da: 

n Tjmax - T c 

maX = ~^hc 

Si fa presente che questo valore di potenza è puramente teorico, non 
essendo realizzabile in pratica un dissipatore infinitamente grande. La po¬ 
tenza che il transistore potrà dissipare in condizioni reali di funzionamento 
sarà sempre inferiore. 

Questo modo di indicare la potenza, che sembra a prima vista non esse¬ 
re utile in pratica, serve invece per fare il calcolo senza tener conto del 
tipo di aletta che verrà usato. 
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Infatti, dare la Pmax è come indicare la resistenza giunzione-conteni¬ 
tore essendo: 


Rthc 



Pmax 


Ottenuto questo valore, se si conosce la resistenza termica Rthd del 
dissipatore che si intende adottare, si può calcolare la resistenza termica 
giunzione-ambiente R-tha con l a relazione: 

fttha = Rthc + Rthd. 

In base al valore di Rtha cosi calcolato si può risalire con la formula 1) 
al valore massimo reale di potenza dissipabile in funzione della temperatura 
ambiente T a e del dissipatore prescelto. Diversamente, nota la potenza che 
il transistore deve dissipare e la temperatura ambiente, si calcola il valore 
della resistenza termica giunzione-ambiente Rtha con l a relazione 4) e si 
procede poi come già visto in precedenza per determinare le dimensioni del 
dissipatore da usare. 


6. - DATI ELETTRICI CARATTERISTICI 


Le proprietà elettriche dei transistori possono essere rappresentate sotto 
forma di quantità numeriche, dette parametri, le quali indicano le relazioni 
esistenti tra le tensioni e le correnti all’ingresso ed all’uscita, 

Sul prontuario sono stati riportati i parametri che di solito interessano 
di più, e che ora saranno brevemente descritti. 

L’amplificazione statica di corrente h FE (connessione ad emettitore 
comune) è il rapporto: 


per specificati valori di corrente le e di tensione Vce : poiché la dipendenza 
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iat 


dalla tensione V CE è piccola, talvolta il valore di hpp. è dato solo in fun¬ 
zione di le ■ 

Il guadagno di corrente statico h EE è indicativo dell’attitudine del 
transistore ad amplificare le frequenze molto basse, ed in tale campo la sua 
dipendenza dalla frequenza può ritenersi trascurabile. 

L’amplificazione dinamica (cioè in corrente alternata) di un transistore 
nella connessione ad emettitore comune è definita invece dal parametro fi, 
che indica il rapporto tra la variazione della corrente di collettore {per ten¬ 
sione di collettore costante) e la variazione corrispondente della corrente di 
base che l'ha provocata. 

Il valore di j3 riportato sul prontuario è riferito alla frequenza conven¬ 
zionale di 1 kHz. 

Sovente un dato tipo di transistore viene suddiviso dal costruttore in 
diverse classi di guadagno (sia statico sia dinamico), contraddistinte con 
numeri, lettere o punti colorati: per ciascuna classe sono stati riportati, in 
questi casi, o il valore tipico o i valori minimo e massimo del guadagno 
(h fe oppure fi) corrispondente per specificati valori di i c e V CE . 

Il guadagno di corrente dinamico fi , sensibilmente costante per le fre¬ 
quenze basse, decresce invece rapidamente con le frequenze alte. 

La frequenza di taglio (fi è la frequenza a cui il guadagno di corrente 
dinamico fi è sceso al 70,7 % del valore a 1 kHz. 

La frequenza di transizione fy, detta anche prodotto guadagno-am¬ 
piezza di banda , è invece la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico 
fi raggiunge f unità. 

La frequenza di taglio ffi e la frequenza di transizione fy sono legate 
approssimativamente dalla seguente relazione: 

f T = fi • fj3 


dove fi è il guadagno a 1 kHz ad emettitore comune. 
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Per definire ii comportamento di un transistore amplificatore in alta 
frequenza si riportano i valori del guadagno di potenza, che può essere 
espresso in diversi modi, a seconda delle condizioni di lavoro e delle condi¬ 
zioni circuitali in cui si trova il transistore. 

[I guadagno di potenza Gp è definito come il rapporto fra la potenza 
trasferita al carico e la potenza in ingresso: esso è, per dati parametri, fun¬ 
zione solo dell’impedenza del carico ed è indipendente da quella del gene¬ 
ratore. 

Il guadagno di potenza b tr è il guadagno dato dal rapporto fra la po¬ 
tenza trasferita al carico e la potenza disponibile dal generatore di ingresso; 
esso quindi dipende sia dall'impedenza del generatore che dall’impedenza 
del carico. 

Il guadagno massimo di potenza Gjjm invece è il guadagno dato come 
rapporto fra la potenza in uscita e quella di ingresso, nelle condizioni di 
carico perfettamente adattato e circuito neutralizzato con rete passiva senza 
perdita. 

L’ammettenza di trasferimento indicata yf e (connessione ad emettitore 
comune) o yfb (connessione a base comune), infine, definisce praticamente 
la transconduttanza del transistore, cioè il rapporto fra la variazione della 
corrente di uscita 1^ e la corrispondente variazione della tensione di in 
gresso V BE . 

Questo parametro è funzione delle condizioni di lavoro e soprattutto 
della frequenza f di funzionamento. 

Si fa presente che i valori di tensione V CE e di I c riportati sul prontua¬ 
rio, quando è riportato il parametro yfp,, sono da intendersi rispettiva¬ 
mente V CB ed I B . 
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tipo 

SIGLA e IMPIEGO 
CONT. 


VALORI MASSIMI 

<T a r 25 °C) 


CARATTERISTICHE a l c 

<T,,= 25°CI (mA) 


V C 6 

(V) 



PNP 

Ampi, pi iota 8F 

VCEO 

18 V 

P 

145 mW 

giallo 

e 

55- 95 

4 

6 

AG116 



VCBO 

30 V 

Tj 

90 °C 

verde 

p 

85- 140 

4 

6 

TO-1K 


'c 

0,2 A 

R thc 

200 °C/W 


iFE 

65 

20 

1 










15 kHz 

4 

6 


PNP 

Ampi. BF 

VCEO 

18 V 

P 

0,26 W 


hFE 

120 

50 

6 

AC117 



VCBO 

32 V 

Tj 

90 °C 



10 kHz 

10 

2 


TO-1K 


'c 

1 A 

R thc 

40 °C/W 






AC117P 

PNP 

T0-1K 

Ampi. BF 
compì. AC175P 

Dati tecnici come 

AGII 7 

eccetto: 


h FE 

60 - 400 

150 

2 


PNP 

Ampi. BF 

V C EO 

20 V 

P 

0,15 W 

IV 

hFE 

47 

2 




impiego generale 

VCBO 

20 V 

T a 

45 °C 

V 

h FE 

78 

2 


AC121 



le 

0,3 A 

Tj 

90 °C 

VI 

hFE 

114 

3 







R thc 

50 °C/W 

VII 

hFE 

200 

3 











17 kHz 

20 

5 


TO-1 







f T 

1,5 MHz 

20 

5 


PNP 

JVeampl. BF 

VCEO 

18 V 

P : 130 mW 

rosso 

p 

40 - 65 

2 

6 




v CBO 

30 V 


90 °C 

giallo 

p 

65 • 95 

2 

6 

AC 122 



le 

0,2 A 



verde 

p 

85-140 

2 

6 








viola 

p 

130 - 200 

2 

6 








bianco 

p 

170 - 300 

2 

6 


TO-18L 







'p 

15 kHz 

4 

6 


PNP 


Impiego e dati tecnici come AC122 eccetto: 





AC 122/30 



VCEO 

32 V 









TO- 1SL 


V CBO 

45 V 









PNP 

Ampi, pilota BF 

VCEO 

32 V 

P 

145 mW 


hFE 

65 

20 

1 

AC123 



VCBO 

45 V 

T i 

90 °C 

giallo 

0 

55- 95 

4 

6 



>C 

0,2 A 

R thc 

200 °C/W 

verde 

P 

85 - 140 

4 

6 


TO-1K 







'P 

T5 kHz 

4 

6 


PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO 

32 V 

P 

0,26 W 


hFE 

62,5 

50 

6 

AC 124 



VCBO 

45 V 

Tj 

90 °C 



1t kHz 

10 

2 


TO-1K 


le 

t A 

Rthc 

40 °C/W 





AC124P 

PNP 

TO-1K 


Impiego e dati tecnici come AC124 eccetto 


hFE 

60 - 170 

150 

2 


PNP 

Preampl. e 

VCEO 

12 V 

P 

0,5 W 


hFE 

100 

2 

5 



pilota BF 

V OBO 

32 V 

T* 

45 °C 


0 

125 

2 

6 

AC126 



'e 

0,1 A 

aletta 

n. 1 e 


’T 

1,7 MHz 

10 

2 





diss. 12,5 cm z 


f p 

17 kHz 

10 

2 







90 °C 







TO-1 




R tha 

300 °C/W 







PNP 

Pi «ampi. e 

VCEO 

12 V 

P 

0.5 IV 


hFE 

140 

2 

5 



pilota Bf 

VCBO 

32 V 

T a 

45 °C 


P 

180 

2 

5 

AC126 



io 

0,1 A 

aletta n. 1 e 


<T 

2,3 MHz 

10 

2 





diss. 12,5 cm2 


<0 

17 kHz 

10 

2 


Tj : 90 °C 

H lha : 300 °C/W 


TO-1 
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DATI -ti i rSTT 


SIGLA 

TIPO 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 


V C E 

CONT, 

<T, 

= 25 °C1 


\T a = 25 q Ct 

|mA> 

IVI 


NPN 

Pilota e finale BF 

VCEO 

12 V 

P : 0,34 W 

h FE 

ioo 

20 




compf. AC128 o 

vcao 

32 V 

T a ■ « °C 

'T 

2.5 MHz 

10 

2 



ACI32 

'c 

0,5 A 

aletta n. 1 e 

f (5 

20 kHz 

IO 

2 

AC127 

TO - 1 




dili. 12,5 cm 2 

Tj : 90 q C 

Riha : 370 °C/W 
Rthc : 110°C/W 






PNP 

Finale BF 

VCEO 

16 V 

p i» 

hFE 

100 

50 




campi. AC127 

vceo 

32 V 

aletta n. 1 e 

f T 

1,5 MHz 

10 

2 

AC 128 

TO-1 


le 

V 

1 A 

dis$. 12,5 cm 2 

Tj : 90 °C 

Riha : 290 °C;W 

Ri he : 40 °CAV 

'g 

15 kHz 

10 

2 


PNP 

Preampl. BF 

vceo 

a v 

P : 12 mW 

P 

40 - 135 



AC 129 


basso rumore 

VCBO 

9 V 

T, : 45 °C 

f ? 

25 kHz 

0,25 

2 


C-18 


'c 

10 mA 

Tj : 60 





NPN 

Stadi 

Vceo 

10 V 

P : 145 mW 

hFE 

>25 

10 

1 

AC 130 


stncr. orizz. TV 

vcbo 

20 V 

Tj : 90 °C 

'T 

>2 MHz 

10 

1 


TO-1 


<c 

0,1 A 







PNP 

Ampi, finale BF 

VCFO 

18 V 

P : 215 mW 

hFE 

iOO 

50 

2 

AC131 



vcbo 

30 V 

Tj : 90 °C 

f p 

10 kHz 

10 

2 


TO-1BL 


le 

1 A 





AC131P 

PNP 

TO-1BL 

Ampi, BF 
compì. AC186P 

Dati tecnici come AC131 eccetto: 

h FE 

60 - 400 

150 

2 


PNP 

Ampi. BF 

VCEO 

32 V 

P : 215 mW 

hFE 

100 

50 

2 

AC131/30 


compì. AC186P 

VCBO 

45 V 

Tj : 90 °C 

f P 

10 kHz 

10 

2 


T0-18L 


'e 

1 A 







PNP 

Finale BF 

vceo 

12 V 

P : 0,5 W 

hFE 

135 

20 




compì. AC127 

vcbo 

32 V 

T a : 45 °C 

f T 

2 MH2 

10 

2 




le 

0,2 A 

aletta n. 1 e 


17 kHz 

10 

2 

AC 132 

TO-1 




diss. 12,5 cm 2 

Tj : 90 °C 

R tha : 300 °C/W 
Rthc : 50 °C/W 








PNP 

Ampi, pilota BF 

vceo 

18 V 

P : 0,15 W 


35 

1 

6 

AC134 



vcbo 

20 V 


’0 

650 kHz 

1 

6 


TO-1 


ic 

35 mA 


'T 

0,8 MHz 




PNP 

Ampi, finale BF 

vceo 

18 V 

P : 0,15 1M 

P : 65 

50 

1 

AC13S 



vcbo 

20 V 


f T : 0.8 MHz 




TO-1 


>c 

0,2 A 







PNP 

Ampi, finale BF 

vceo 

25 V 

P : 0,15 W 

0 : 75 

50 

1 

AC 130 



vcbo 

25 V 


f T : D,8 MHz 




TO-1 


le 

0,2 A 






AC137 

PNP 

Preampl. BF 

Vceo 

32 V 

P : 0.16 W 

0 : 170 

5 

1 

TO-1 

basso rumore 

ic 

35 mA 


l T : 0,8 MHi 


_ ___ _ 



















DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


TIPO 

SIGLA a IMPIEGO 
CO NT. 


VALORI MASSIMI 

(T, = 25 °CI 


CARATTERISTICHE 

IT, = 25 °CÌ 


a le V CE 

ImAI (VI 



PNP 

Ampi, pi (ora BF 

VCEO 

20 V 

P : 0,72 W 


P : 

30-250 

5 

6 



Commutazione 

VCBO 

25 V 

T a : 45 °C 


f T : 1,2 MHz 



AC 138 

TO-1 


'c 

1,2 A 

aletta n. 1 

con di&s. allumìnio 
12,5 cm2, spessore 
T ( : 90 oc 

1,5 mm 






PNP 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici come AC138 eccetto: 


h F E 

40-110 

400 


AC 139 


Commutazione 

VcBO 

32 V 



f T 

1,8 MHz 




TO-1 


•c 

1 A 







AC141 

NPN 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici come 

AC 138 eccetto: 


hFE 

40-110 

400 


TO-1 

Commutazione 

VcBO 

32 V 



f T 

2.4 MHz 



AC141B 

NPN 

TO-1 


Impiego e dati tecnici come AC138. 







NPN 

Ampi, finale BF 

VCBO 

32 V 

P : 0,86 W 


hFE 

40-110 

400 





le 

1,2 A 

T a : 46 OQ 


*T 

2,4 MHz 



AC141K 

T0-1K 




con diss. alluminio 
12,5 cm2, spessore 
Tj : 90 °C 

1,5 mm 





AC 142 

PNP 

TO-1 


Impiego e dati tecnici come AC13B eccetto: 

V C BO : 32 V 





AC142K 

PNP 

TO-1K 


Impiego e dati tecnici come AC141K eccetto: 

*T 

1,2 MHz 




PNP 

Preampl. BF 

VCEO 

18 V 

P : 0.1 W 

giallo 

C : 

55- 95 

2 

6 



basso rumore 

VCBO 

30 V 

T, : 75 °C 

verde 

P : 

B5 140 

2 

6 

AC150 



le 

50 mA 


viola 

P : 130-200 

2 

6 







bianco 

0 : 180 - 300 

2 

6 


TO-18L 






f(J : 

15 kHz 

4 

6 


PNP 

Ampi. BF 

VCEO 

24 V 

P : 0,15 W 

IV 

e 

30- 60 

2 

1 



u$o generate 

VcBO 

32 V 

T a : 45 °C 

V 

P 

50- 100 

2 

1 




'c 

0,2 A 

Tj : 90 °C 

VI 

P 

75-150 

2 

1 

AC151 





Rthc : 60 °C/W 

VII 0 

125-260 

3 

. 1 








hFE 

47 

2 

0,5 








<0 

15 kHz 

1 

6 


TO-1 






f T 

1,5 MHz 

1 

5 

AC151r 

PNP 

Ampi. BF 

Dati tecnici come AC151 ma suddiviso solo 





TO-1 

uso generate 

nelle tre classi di guadagno IV, V, VL 







AC 152 


PNP 

Ampi. BF 

VCEO 

24 V 

p 

0,15 W 

IV 

hf|= : 30 - 60 

2 



compì. AC127 

VCBO 

32 V 

T a 

45 °C 

V 

hpE : 50- 100 

2 




'C 

0,5 A 

Tj 

90 °C 

VI 

hpE : 75-150 

3 






H the 

50 °C/W 


: 15 kHz 

5 

5 

TO-t 







f T : 1.5 MHz 

5 

5 


PNP 


Ampi. BF 

VCER 

32 V 

P 

1 W 

V 

hFE 

66 

50 

compì. AC176 

(Rbe 

<500 £2) 

Tc 

45 °C 

VI 

h FÉ 

97 

50 


VCBO 

32 V 

Tj 

90 OC 

VII 

hfE 

167 

SO 


ic 

1 A 

R tha 

300 °C/W 



15 kHz 

10 




ft thc 

40 °C/W 



1,5 MHz ■ 

10 


AC 153 


TO-1 


2 

2 
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 


TIPO 

a IMPIEGO 
00 NT. 


VALORI MASSIMI 

(Tj = 25 “CI 


CARATTERISTICHE a l c V C e 

|T a = li “CI (mA) (VI 


AC153K 

PNP 

T0-1K 

Ampi. BF 
compì. AC176K 

VCER 

irbe 

VCBO 

'C 

32 V 
<500S2| 
32 V 

1 A 

P : 1 W 

T c : 45 °C 

Tj : 90 °C 

Hthc : 45 °C/W 

V h fE 

VI hpg 

VII h FE 

f T 

66 

97 

167 

15 kHz 

1.5 MHz 

50 

60 

50 

10 

10 

2 

2 


PNP 

PreampJ. BF 

VCEO 

10 V 

P : 50 mW 

rosso 

35- 65 

0,3 

4.5 



basso rumore 

VCBO 

15 V 

Tj : 75 °C 

giallo fi 

55- 100 

0,3 

4,5 

AC160 



'c 

10 mA 


verde fi 

80 • 150 

0,3 

4,5 







viola fi 

120- 250 

0,3 

4 5 


TO-iai 





f T 

2 MHz 

0,3 

4,5 


PNP 

Ampi. BF 

VCEO 

24 V 

P : 0,15 W 

liFE 

93 

2 

5 

AC162 



VCBO 

32 V 

T a 45 “C 

e 

SO 170 

2 

5 




le 

0,2 A 

Tj : 90 oc 


17 kHz 

10 

2 


TO-1 




R,hc 50 “C/W 

<T 

1.7 MHz 

10 

2 


PNP 

Ampi. BF 

VcEO 

24 V 

9 : 0,15 W 

bFE 

125 

2 

5 

AC 163 



VCBO 

32 V 

T a : 45 °C 

e 

130-300 

2 

5 




'e 

0,2 A 

Tj ; 90 

f fi 

17 kHz 

10 

2 


TO-1 




Rthc : 50 “C/W 

h 

2.3 MHz 

10 

2 


PNP 

Preampl. e 

VCEO 

15 V 

P : 90 mW 

h FE 

125 

2 

6 

ÀC170 


pilota BF 

VCBO 

32 V 

T a : 45 °C 

& 

SO - 170 

2 

6 




'c 

0,2 A 

Tj : 90 °C 

f |3 

17 kHz 

IO 

2 


T0-18L 





IT 

1.7 MHz 

10 

2 


PNP 

Preampl. e 

VCEO 

15 V 

P : 90 mW 

h FE 

180 

2 

5 



pilota BF 

VCBO 

32 V 

T a : 45 “C 

e 

130 - 300 

2 

6 




le 

0,2 A 

Tj : 90 “C 


17 kHz 

10 

2 


T0-18L 






2,3 MHz 

10 

2 


NPN 

Preampl. BF 

VCEO 

32 V 

P - 0,2 W 

13 : 45-110 

1 

5 

AC172 


basso rumore 

VCBO 

32-V 

Tj : 90 °C 

fr : 2,5 MHz 

10 

2 


TO-1 


'c 

10 mA 







NPN 

Ampi, finale BF 

VCEO 

13 V 

P : 0.26 W 

tlFE 

165 

50 

6 

AC175 



VCBO 

25 V 

Tj : 90 OC 

J 

20 kHz 

10 

2 


T0-1K 


le 

1 A 

Rthc : 40 °cm 






AC175P 

mrrz 

TO-1 K 

M/T'P'. er 

compì. AC117P 

Dati tecnici come AC175 eccetto: 

h FS 

100 -400 

150 

2 


NPN 

Ampi, 0F 

VcEO : 18 V 

P 

1 W 

“FÉ 

35 

50 


ACT76 


compì. AC 153 

VCBO : 32 V 

T c 

45 °C 

f /5 

15 kHz 

10 

2 




IC : 1 A 

T l 

90 °C 

f T 

3 MHz 

10 

2 


TO-1 



R thc 

40 °C/W 






NPN 

Ampi. BF 

VCEO : 18 V 

P 

1 W 

hFE 

35 

50 

2 

AC17BK 


compì. AC153K 

VCBO : 32 V 

T c 

45 °C 

f T 

3 MHz 

10 

2 




<0 1 A 

T ] 

90 °C 






TO-1K 



R thc 

45 °C/W 






PNP 

Ampi, finale BF 

VcEO : 15 V 

P 

0,18 W 

h FE 

185 

50 

2 

AC178 


compì. AC 179 

V C BO : 20 V 

T a 

45 °C 

f P 

10 kHz 

10 

2 




IC : 0.7 A 

T l 

90 °C 






TO-1K 



Rthc 

40 °C/W 
























DATI TRANSISTORI 1 RSTT 



SIGLA 

TIPO 

a 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

{T a = 25 °C) 

CARATTERISTICHE 

(T a = 25 °C> 

a l c 
lmA| 

VCE 

(V! 

AC178P 

PNP 

T0-1K 


Impiego e (tati tecnici come AC178 eccetto: 

hFE 

100 - 400 

150 

2 


NPN 

Ampi, finale BF 

V C EO : 15 V P 

0,18 W 

h FE 

185 

50 

2 

AC179 


compì. AC17S 

VCBO : 20 V T a 

1C - 0.7 A Tj 

45 °C 

90 °C 

'e 

20 kHz 

10 

2 


TO" 1K 


Rthc 

40 °C/W 






ACI79P 

T0-1K 


Impiego e dati tecnici come AGI79 eccetto 


h F E 

100 - 400 

150 

2 


PNP 

Ampi, finale 8F 

Vcf 0 : 16 V P : 0,3 W 

V 

h F E 

50-100 

600 

1 



compì, AC181 

VCBO : 32 V Tj : 100 °C 

VI 

h FE 

75- 150 

eoo 

1 

Acido 



le : 1,5 A Rfhc : 30 °C flN 

VII 

hFE 

125-250 

600 

1 






't 

2,5 MHz 

1 

6 


TO-1 




'e 

20 kHz 

1 

6 


PNP 

Ampi. finale 0F 

Dati tecnici come AC18Q eccetto: 







TO-1K 

compì, AC1B1K 

P : 0.44 W 










blu 

h FE 

70 

*0 

1 




Equivalente bH’ACIBO. ma selezionato 

viola 

hFE 

90 

10 

1 

AC 1800 



per l'impiego negli stadi pilota di BF 

bianco 

hFE 

125 

10 

1 





grigio 

hFE 

105 

10 

1 


NPN 

Ampi, finale BF 

VcEO : 16 V P : 0.3 W 

V 

hFE 

50- 100 

600 

1 



compì. AGI80 

VC80 : 32 V Tj : 100 °C 

VI 

hFE 

75- ISO 

600 

1 

AC1B1 



IC : 1 A R t hc : 30 °C/W 

VII 

hFE 

125-250 

600 

1 






*T 

4.6 MHz 

1 

6 


TO-1 




'fi 

35 kHz 

1 

6 


NPN 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici come ACItìt eccetto: 






AC181K 

TO-1K 

compì. AC180K 

P : 0,44 W 










blu 

hFE 

70 

IO 

1 




Equivalente all'AC181, ma selezionato 

viola 

hFE 

90 

10 

1 

AC181d 



per l'impiago negli stadi pilota di BF 

bianco 

hFE 

125 

10 

1 





grì^o 

hFE 

195 

10 

1 


NPN 

Preampl. e 

VCEO : 16 V P ; 0,25 W 

V 

0 

75 

2 

6 



pilota BF 

VCBO : 32 V Tj : 100 °C 

VI 

0 

110 

2 

6 

AC 183 



l C : 0,15 A Rthc : 100 °C/W 

VII 

e 

170 

2 

6 






>T 

4.5 MHz 

1 

6 


TO-1 




'fi 

35 kHz 

1 

G 


PNP 

Ampi, tinaie BF 

VCEO : 16 V P : 0.27 W 

V 

hf E 

50- 100 

300 

i 



compì. ACt85 

VCBO : 32 V Tj : 100 °C 

vi 

hFE 

75- 150 

300 

1 

AC184 



le : 0,5 A R t hc : 60 °C/W 

Vii 

hFE 

125-250 

300 

1 






<T 

2.5 MHz 

1 

6 


TO-1 




'fi 

20 kHz 

1 

6 





blu 

hFE 

70 

10 

1 




Equivalente all 'AC134, ma selezionato 

viola 

hFE 

90 

10 

1 

AC1840 



per l'impiego negli stadi pilota di BF 

bianco 

hFE 

125 

10 

1 





grigio 

hFE 

195 

io 

1 













DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

(T a = 25 °C| 


CARATTERISTICHE a 

(Ta - 25 °C) 

le 

(mA) 

VCE 

(VI 


NPN 

Ampi, finale BF 

Veto : 

16 V 

P 

: 0,27 W 

V 

hpE : 50-100 

300 

1 



compì. AC 184 

VCBO : 

32 V 

T i 

: 100 °C 

VI 

h F E : 75-150 

300 

1 

AC185 



•c 

0,5 A 

R thc 

: 60 °C/W 

VII 

hfE : 125 - 250 

300 

1 









f T : 4.5 MHz 

1 

6 


TO-1 







f 0 : 35 kHz 

1 

6 








blu 

h F E ■ 

10 

1 




Equivalente aH'ACl85, ma selezionato 

viola 

hp£ : 90 

10 

1 

AC185D 



per l'impiego negl 

stadi pilota di BF 

bianco 

hFE ■ 25 

10 

1 








.grigio 

hFE 195 

10 

1 


NPN 

Ampi, pilota e 

VCE^ 

18 V 

P : 

3,215 W 


hpE : 100 

50 

2 

AC186 


linale BF 

VCBO 

30 V 


90 °C 


: 20 kHz 

10 

2 


TO-18L 


le 

0,7 A 








NPN 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici Come 

AC 186 eccetto: 


hp£ : 100 - 400 

150 

2 


TO-18L 

compì. AC131P 










NPN 

Ampi, finale BF 

VCEO 

15 V 

P 

: 0,56 W 


hFE : 300 

300 

1 



compì AC 188 

VCBO 

25 V 


: 45 °C 


fy 3 MHz 

10 

2 





1 A 

aletta n. 1 e 


f 0 : 20 kHz 

10 

2 

AC187 





diss. 

12,5 cm2 










Ti 

: 90 °C 






TQ-1 




R t hc - 40 °C/W 






NPN 

Ampi, finale BF 

VCEO 

15 V 

P 

: 0,64 W 


h F E : 91 * 455 

50 




compì. AC188K 

VCBO 

25 V 

Ta 

: 45 °C 


fj : 5 MHz 

10 

2 





1 A 

aletta n. 1 e 


t 0 : 20 kHz 

10 

2 

AC187K 





di» 

12,5 cm 2 











: 90 °C 






TO-1K 




Rthc : 45 °C/W 






PNP 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici come 

AC187 eccetto: 


f T : 1,5 MHz 

IO 

2 

AC 188 

TO-1 

compì. AC187 






f 0 : 10 kHz 

10 

2 


PNP 

Ampi, finale BF 

Dati tecnici come 

AC187K eccetto: 


f T : l.S MHz 

10 

2 

AC188K 

T0- 1K 

compì. AC187K 






f 0 : 10 kHz 

10 

2 


PNP 

Ampi. BF 

V CBO 

32 V 

P 

0.43 W 


0 30 - 500 

1 

6 

AC191 


hasto rumore 

le 

0,25 A 

t j 

90 °C 


fy : 5,5 MHz 




TO-1 

Commutazione 










PNP 

Pilota BF 

VCBO 

: 32 V 

P 

0,43 W 


0 30 • 500 

1 

6 

AC192 

TO-1 

Commutazione 

ic 

: 0,25 A 

T i 

90 OC 


fy : 5,5 MHz 




PNP 

Pilota BF 

VCBO 

: 32 V 

P 

9,72 W 


hFE : 90-400 

400 




Commutazione 

'e 

: 1 A 

aletta n. 1 


fy : 3 MHz 



AC193 





con d'ss. alluminio 










12,5 cm 2 . spessore 

1,5 mm 





TO-1 




Tj 

90 °C 




• 


PNP 


Impiego e dati tecnici come AC193 eccetto: 




AC193K 

TO- 1K 




P 

0,86 W 



— 



PNP Ampi, tinaie BF 

di potenza 
Circuiti alim. 


VCEO 

v CBO 

f C 


: 30 V 

P 

30 W 

III 


49 

: 32 V 

T c 

45 °C 

IV 

*FE 

74 

: 3 A 

T i 

R thc 

90 °C 

1,5 °C/W 

V 

^FE 

124 

10 kHz 
0.35 MHz 


bO 

60 

BOO 

900 


TO-3 













DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


21 


SIGLA 

TIPO 

e IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

a le 

V C E 


CONT. 

|T a - 25 °C) 

(T, - 25 °C> 

(mA) 

IVI 


PNP Ampi, finale BF Vceo 

di potenza Vc80 

AD131 Circuiti alim. Iq 

TO-3 

45 V P 30 MI III hFE : 49 50 

64 V T c 45 °C IV hFÉ 1 74 50 

3 A Tj 90 °C V hFE : 124 50 

Rlhc t ,5 °C/W f T : 0,35 MHz 500 2 

fg : lOkHt 500 2 

PNP Ampi, finale BF Vqeo 

di potenza ^CBO 

AD132 Circuiti alim. Iq 

TO-3 

60 V P 

80 V T c 

3 A Tj 

Rthc 

30 W III hFE 49 50 

45 °C tV hfE 74 50 

90 °C V hFE ■ 1?4 50 

1,6 °C/W f T : 0,35 MHz 500 2 

fp : 10 kHz 500 2 

PNP Ampi, finale BF VQEO 

di potenza v CBO 

AD133 Circuiti alim. Iq 

TO 41 

32 V P : 36 W III hFE 50 600 

50 V T c : 45 °C fV hFE : 75 500 

15 A Tj : 100 °C V h F E : 125 500 

Rthc : 1,5°C/W f T : 0,3 MHz 500 6 

fp 8 kHz 500 6 

PNP Ampi, finale BF Vqeo 

di potenza Vqbo 

AD 136 Circuiti alim. Iq 

TO-8 

22 V P 

40 V T c 

10 A Tj 

R thc 

11 W tV hFE - 75 500 

45 °C V hFE ; 125 500 

100 °C VI hFE : 180 500 

5 °C/W f T 0,3 MHz 500 6 

f/j 6 kHz 500 6 

PNP Ampi, finale BF ^CEO 

VqbO 

AD 138 . 

>C 

TO-3 

25 V P : 30 W h F E : 62.5 500 1.5 

40 V T c 45 °C f p : 5,5 kHz 500 6 

8 A Tj : 90 °C 

Rthc : 1.5 °C/W 

PNP Impiego e dati tecnici come AD 138 eccetto: 

ADI38/50 VcEQ : 35 V 

TO-3 VcBO^OV 

PNP Ampi, finale BF VQEO : 20 V P 

a D139 :«>:»: 3 c 

le : 3,5 A T i 

SOT - 9 Rthc 

13 W hpt 

38 °C f T 

90 °C f p 

4 °C/W 

>20 10 10 

0,6 MHz 100 2 

10 kHz 100 2 

PNP Ampi, finale BF Vqeo 

Commutazione VqRO 

AD142 , 

>C 

TO-3 

50 V P 

80 V T c 

10 A Tj 

Rthc 

30 W hpf : EO- 175 1000 2 

55 °C 

100 °C 

1,5 °C/W 

PNP Impiego e dati tecnici come AD 142 eccetto: 

AD143 VCEO : 30 V 

TO-3 VCBO : 60 V 

PNP Impiego e dati tecnici come AD143 eccetto 

AD143R VcEO : 25 V 

TO-3 VCBO 32 V 

PNP Ampi, finale BF VcEO : 26 V P 

VCBO i 32 V T c 

AD14S I C : 3,5 A Tj 

SOT-9 Riho 

13,5 W IV hFE 

45 °C V h F E 

ITO °C f T 

4 °C/W fp 

51 50 

85 50 

0,45 MHz 500 2 

I? kHz 500 2 
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

B 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 


CARATTERISTICHE 

8 ( c 

V CE 

CONT. 


IT, 

s 25 °C) 




(T 

= 25 °C\ 

(mA) 

(VI 


PNP 

Ampi, finale BF 

V CE 0 

30 V 

P 

27.5 W 


IV 

»>FE 

50 

50 

1 

AD 149 



VC80 

50 V 

Tc 

45 °C 


V 

h FE 

82 

50 

ì 



•c 

3,5 A 

Ti 

100 °C 



*T 

0,5 MHz 

500 

2 


TO-3 




R thc 

2 °C/W 



*0 

TO kHz 

500 

2 


PNP 

Ampi, finale BF 

v CEO 

30 V 

P 

27,5 W 


IV 

hfE 

50 

50 

1 

AD150 



VcBO 

32 V 

Tc 

45 °C 


V 

h FE 

82 

50 

1 



le 

3,5 A 

T i 

100 °C 



f T 

0,45 MHz 

500 

2 


TO-3 




R thc 

2 °C/W 



V 

12 kHz 

500 

2 


PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO 

23 V 

P 

6 W 



hFE 

83 

50 

6 

AD 162 



V«50 

45 V 

Tc 

45 °C 




11 MHz 

10 

2 



'c 

1 A 

Ti 

90 °C 








SOT-9 




R tbc 

7,5 °C/W 








PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO 

15 V 

p * 

6 W 



h FE 

125 

50 

6 

AD 155 



V C80 

'c 

25 V 

1 A 

Tc 

T| 

45 °C 

90 °C 



’p 

11 kHz 

10 

2 


SOT-9 




R thc 

7,5 °C/W 







AD155P 

PNP 

SOT-9 


Impiego e dati tecnici coma AD155 eccetto: 


h FE 

65 320 

500 

1 


PNP 

Commutazione e 

VCEO 

18 V 

P 

9 W 



hFE 

63 

500 

0,5 

AD 159 


circuiti alim. 

VCBO 

40 V 

Tc 

45 °C 



f T 

0,3 MHz 

500 

6 



>c 

8 A 

T i 

90 °C 




8 kHz 

500 

6 


TO -8 




R thc 

5 °C/W 



























DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


23 


SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

(T a = 26 °C) 

CARATTERISTICHE a 

(T a = 25 °C> 

■c 

fmAI 

V C E 

IVI 

f 

(MHz} 

AD164P 

PNP 

SOT-9 


Impiego e dati tecnici come ADI64 eccetto: 

hFE : 

BO - 145 

500 

1 



NPN 

Ampi, tinaie BF 

VCEO 

20 V 

p 

: 6,3 W 

h FE 

180 

50 

6 


AD 165 



VcbO 

le 

25 V 

1 A 

Tc 

Ti 

: 45 °C 
' : 90 °C 

f fi 

20 kHz 

IO 

2 



SOT -9 




R t hc : S.5 °C/W 






AD166P 

NPN 

SOT-9 


Impiego e dati tecnici come A0165 eccetto: 

h FE 

80 - 345 

500 

1 



PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO 

26 V 

P 

6 Vi 

h FE 

83 

50 

6 


AD 169 



VCBO 

ic 

45 V 

1 A 

Tc 

T i 

: 45 °C 
: 90 °C 

'fi 

ti kHz 

10 

2 



SOT-9 




Rth 

c 7,5 °C/W 






AD169P 

PNP 

SOT-fl 


Impiego e dati tecnici come AD*69 eccetto: 

hFE 

40-160 

500 

1 



PNP 

Ampi oicill. VHF 

Veto 

25 V 

p 

75 mW 

fi :>20 

1 

12 


AF102 



VCBO 

25 V 

T a 

45 °C 

f T : 180 MHz 

1 

12 



TO-7 


<c 

10 mA 

T i 

75 °C 

VJb : 

25 mS 

1 

12 

200 


PNP 

Ampi. RF-FI 

VCER 

12 V 

P 

30 mW 

hFE 

50 

1 

12 


AF106 


per OM-OC 

(Rbe 

30 kfi) 

Ta 

45 °C 

fi 

60 

95 

6 




V C80 

25 V 

Ti 

75 °C 

Vfe 

19 mS 

0.5 

6 



RO-8" 






f T 

22 MHz 

0,5 

6 



PNP 

Preampl. RF 

VCEO 

18 V 

P 

60 mW 

hFE 

70 

2 

6 




ostili. conv. VHF 

VCBO 

25 V 

Tj 

45 °C 

fi 

65 

1 

12 


Af 106 



ic 

10 mA 

T i 

90 °C 

Vfe 

36 mS 

1 

12 

35 


TO-72 






f T 

220 MHz 

1 

12 


AF106A 

PNP 

TO-72 


Impiego e dati tecnici come AF106 eccetto: 

hFE 

20 

1 

12 



PNP 

Ampi. RF 

VCEO 

15 V 

P 

60 mW 

hFE 

55 

2 

6 


AF109R 


fino a 260 MHz 

VCBO 

20 V 

Ta 

45 °C 

Vfb 

22 mS 

1.6 

12 

200 


TO-72 


ic 

10 mA 

Tj 

90 °C 

f T 

260 MHz 





PNP 


impiego e dati tecnici come A Fi 24 eccetto: 






AF114 





P 

50 mW 







TO-7 




T a 

45 oc 







PNP 


impiego e dati tecnici come AF125 eccetto: 






AF115 





P 

50 mW 







TO-7 




T a 

45 °C 







PNP 


impiego e dati tecnici come AF126 eccetto; 






AF118 





P 

50 mW 







TO-7 




T a 

45 °C 






AF117 

PNP 

TO-7 


Impiego e dati tecnici come AF127 







PNP 

Ampi, finale 

VCEO 

70 V 

P 

: 0,4 W 

hFE 

180 

10 

2 


AF118 


video TV 

VCBO 

70 V 

aletta n. 4 

Vfe 

130 mS 

10 

6 

10,7 



ic 

30 mA 

Ti 

: 75 °C 

*T 

175 MHz 

10 

6 



TO-7 




Riha : 250 °C/W 




















24 


DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 


AF121 


TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALOm MASSIMI 

|T a = 25 °CI 


CARATTERISTI CHE a 

(T a = 25 °CI 

-s I 

Vcé 

(VI 

1 

(MHz) 

PNP 

Ampi. RF 

Veto : 25 v 

P 

65 mW 

h FÉ 

75 

3 

10 



escili. AM -FM 

V C80 : 25 V 

T a 

45 °C 

Vfe 

BO mS 

3 

10 

36 


fino a 100 MHz 

Iq 10 mA 

Tj 

75 °C 

Gir 

19 d8 

2 

5 

100 

TO 72LR 



fyhc 

220 °C/W 

*T 

270 MHz 

3 

10 




PNP 

Ampi. RF - FM 

VCEO : l S V 

P 40 mW 

h FE 

140 

V 

6 




fino a 100 MHz 

VcBO : 32 V 

Tj : 45 “C 

» 

150 

1 

6 


AF124 



IC : 10 mA 

Tj : 75 °C 

Vfb 

150 mS 

1 

6 

100 





R lhc : 400 °C/W 

G p 

14 dB 

1 

6 

100 


TO-72R 




<T 

75 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi. RF - FI 

i — 

v CÉO : 15 v 

P : 40 mW 

h FE 

140 

1 

6 




oscill. fino e 

VcBO ; 32 v 

T a : 45 °C 

3 

160 

1 

6 


AF125 


27 MHz 

IC : 10 mA 

Tj : 75 °C 

Vfe 

34 mS 

1 

6 

10,7 




H,hc • 400 °C/W 

Gp 

13 dB 

1 

6 

100 


TO - 72 R 




*T 

75 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi. RF FI 

VcEO ; 15 v 

P 40 mW 

hFE 

MO 

1 

6 




lino a 16 MHz 

vceo : 32 v 

Tj 45 °C 

s 

150 

1 

6 


AF1Z6 



l C : 10 mA 

Tj i 76 °C 

Vfe 

32 mS 

1 

6 

10,7 





R t hc : 400 °C/W 

Gp 

25 dB 

1 

6 

10.7 


TO - 72 R 




»T 

75 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi. RF-FI 

vceo : 16 v 

P 40 mW 

h FE 

: 140 

1 

6 




fino a 6 MHz 

VCBO 32 v 

T a : 45 °C 

Q 

: 150 

1 

6 


AF127 



le 10 mA 

Tj . 75 °C 

Vfe. 

; 37 mS 

1 

6 

0,45 





R,h c : 4 00 °C/W 

Gp 

: 4? dB 



0.46 


TO-72R 



<T 

: 75 MHz 

1 

a 



PNP 

Ampi. RF 

vceo : 6 v 

P : 12 mW 

0 

25 - 135 

0.25 

10 


AF128 


per OM-OC 

VcBO 9 v 

T* : 45 °C 

f T 

6 MHz 



C-18 


Iq : 10 mA 

Tj : 60 °C 







PNP 

Ampi. RF per VHF 

VCER • 18 V 

P : 60 mW 

e 

: HO 

1 

6 

100 

AF134 



iR B E 30kS2) 

T a : 45 °C 

Vfb 

22 mS 

1 



TO ’ 72L 


vceo 25 v 

Tj : 75 °C 

’T 

: 55 MHz 


6 



PNP 

Ampi RF per VHF 

VCEF ■ 18 v 

P : 60 tnW 

(3 

: 100 

1 

t 

6 

100 

AF 135 



IRb£ :30klìl 

T a : 45 °C 

Vfb 

21 mS 



TO-72L 


V C80 : 25 v 

Tj : 75 

*T 

. 50 MHz 

1 

6 

— 


AF136 

PNP 

TO - 72L 

Ampi. RF 
oscill. conv. 

V CER 

<Rbe 

VCBO 

18 V 

30 k ili 
25 V 

c. h? K" 

60 mW 

45 °C 

75 °C 

fi : 80 

Vf e : 36 mS 
ff : 40 MHz 


PNP 

Ampi. RF-FI 

VCER 

18 V 

P 

60 mW 

fi : 60 

AF137 


per MA-MF 

IRBE 

30 km 

Tj 

45 °C 

Vfe ■ 38 mS 


TO-72L 


VCBO 

25 V 

T i 

75 °C 

t T ; 35 MHz 


AF138 


PMP Ampi. FI Dati tecnici come AF137 eccetto: 

TO -72L per MA-MF 


^ ; 100 16 
f T : 40 MMt 1 6 


AF139 


PNP Ampi. RF 

escili, coito. UHF 
fino a 860 MHz 

TO-72 


V C EO : 15 V P : 60 mW 

VCBO : 20 V T a : 45 °C 

Iq : 10 mA Tj : 90 °C 


hpÉ 1 W 

in, 1 mS 

eZu .-!*#« 

Zf i MO »H, 

' ' 


2 6 
1 12 
1,5 12 

1,5 12 


800 

800 































DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


25 


TIPO 

SIGLA e IMPIEGO 
CONT. 


VALORI MASSIMI 

(T a = 25 


CARATTERISTICHE a l c V CE f 

|T b = 25 °CI (mA) (VI <MHz) 


Ampi. RF per MF 


Osdill. corrv. per MF 


VCBO : 30 V P : 80 mW 

l C : 10 mA Tj : 90 °C 


VcBD ^ 30 V P : 80 mW 

IC : 10mA Tj : 90 °C 


<3 : 100 1,5 6 

Yfb : 18 mS 1 9 100 

f T ; 150 MHz 


85 1,5 6 

15 mS 1 9 

130 MHz 


PNP 

Ampi. FI 

VCBO 

30 V 

P 

80 mW 

0 

: 65 

1,6 

5 



per MA-MF 

'C 

10 mA 

Tj 

90 °C 

Yfe 

: 37 mS 

1 

6 

10,7 







g UM 

: 25 dB 

1,5 

6 

10,7 

TQ^7 






't 

: 130 MHz 

1,5 

6 



AF146 

PNP 

Oscill. oanv. 

VCBO 

: 30 V 

P 

: 80 mW 

u 

: 100 

1 6 

TO-7 

per OM-OC 


: 10 mA 

T i 

: 90 °C 




AF147 

PNP 

Ampi. RF per MA 

v CBO 

: 24 V 

P 

: 80 mW 

0 

: 80 

1 6 

TO-7 


>C 

: 10 mA 

T i 

: 90 °C 




AF148 

PNP 

Oscill. Conv. 

VCBO 

: 24 V 

P 

: 60 mW 

0 

: 100 

1 6 

TO-7 

per OM-OC 

>C 

: 10 mA 

T j 

: 90 Ù C 





Ampi. FI per MA 


Dati tecnici come AF171 


Ampi. FI per MA 


VCBO : 24 V P : 80 mW 
l C : 10 mA Tj : 90 °C 


70 1 6 

37 mS 1 9 0,45 

34.5 dB 1 6 0,45 


Impiega e dati tecnici come AF142 

Impiego e dati tecnici come AF143 

Impiego e dati tecnici come AF144 

Impiego e dati tecnici come AF146 

Impiego e dati tecnici come AF147 

Impiego e dati tecnici come AF148 


Ampi. FI per MA 


VCBO : 24 V P : 80 mW 

IC : 10 mA Tj : 75 °C 


0 : 225 

Gì im : 34,5 dB 


1 6 0,46 


Impiego e dati tecnici come AFI50 
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

ù 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

IT* = 25 °C) 

CARATTERISTICHE a 

(T a - 25 °C) 

le 

(mA) 

V C E 

(VI 

f 

(MHz) 


PNP 

Ampi. RF 

VcBO ^ 25 V 

P : 50 mW 

hFE • >20 

1 

12 


AF17S 


oscill. conv. VHF 

le : 10 mA 

T a 45 °C 

P ■ >20 

1 

12 






Tj : 75 °C 

Vfb - 25 mS 

1 

12 

200 


TO-12 





f T : 180 MHz 

1 

12 



PNP 

Ampi. FI 

V C EO : 25 V 

P 

95 mW 

Vfe : 80 mS 

3 

10 

35 

AF179 


video TV 

v CBO : 25 V 

T i 

80 °C 

f T : 270 MHz 

3 

10 



<N 

6 

1- 


le : 10 mA 

R thc 

170 °C/V» 






PNP 

Ampi. RF per VHF 

VCEO ^ 25 V 

P : 0,156 mW 

Vf e : 35 mS 

3.5 

10 

200 

AF180 



VCBO : 25 V 

T i ; 

75 °C 

G p : 14 dB 

3,5 

10 

200 


TO-12 


té : 20 mA 








PNP 

Ampi. FI 

VCER : 30 V 

P 

0 r 156 mW 

hf£ : 60 

3 

10 


AF181 


video TV 

VC80 : » V 

T| 

75 “C 

Yf e 85 mS 

3 

10 

35 


TO-12 

Stadio controllata 

le : 20 mA 

R thc 

140 °cyw 

tj : 170 MHz 

3 

10 



PNP 

Preampl. RF 

VCEO : 25 V 

P : 46 mW 

G p : 9 dB 

2 

10 

860 



{punto nero! 

VCBO • 25 V 

T a : 45 °C 

f T : 820 MHz 

2 

10 




e conv, oscill. 

IC : 15 mA 

Tj : 75 °C nero 

Vfb • 18 mS 

2 

10 

900 


TO-72L 

(punto rosso) UHP 



rosso 

Vfb : 22 mS 

2 

10 

900 


PNP 

Ampi. FI 

VcES ^ 25 V 

P 

0,1 w 

h FE : > 30 

3 

10 




video TV 

VcBO : 25 V 

T a 

45 OC 

(i : 150 

3 

10 


AF200 



)C : 10 mA 

Tj 

90 °C 

Vfe 92 mS 

3 

10 

35 


TO-72LR 



R tbc 

200 °C/W 






PNP 


Impiego e dati tecnici come AF200 eccetto: 

hFE : >20 

3 

10 


AF201 

TO-72LR 





Vfe : 95 mS 

3 

10 

35 


PNP 


Imptego e dati tecnici come AF200 eccetto: 

hFE = >20 

3 

10 



TO-72LR 


IO : 30 mA 



Vf e : 95 mS 

3 

10 

35 


PNP 

Ampi. FI 

V C ES : 32 V 

P 

0,1 w 

hFE : >20 

3 

10 




video TV 

V C BO : 32 V 

Ta 

45 °C 

0 : 150 

3 

10 





le : 30 mA 

T i 

90 *C 

Vfe : 95 mS 

3 

10 

35 


TO-77LR 



R thc 

200 °C/W 






PNP 

Ampi. RF 

VqeO : 15 v 

P : 60 mW 

h F £ : 33 

2 

10 




oscill. conv. UHF 

V C BO : 20 V 

T a : 45 “C 

Vfb : 20 mS 

2 

io 

300 

AF239 


lino a 890 MHz 

l C : 10 mA 

T: : 90 °C 

G UM 17 dB 

2 

10 

800 


TQ-72 





fj : 650 MHz 

2 

10 



PNP 


Impiego e dati tecnici come AF239 eccetto. 

Gtr : 15 dB 

2 

io 

800 

AF239S 

TO-72 





f j : 780 MHz 

2 

10 



PNP 

Ampi. RF 

Vceo : 15 V 

P -, 60 mW 

hFE : 25 

2 

10 

800 

AF240 


oscill. VHF-UHF 

VCBO 20 v 

: 45 °C 

G tr 14 dB 




TO-72 


l c : 10 mA 

Tj : 90 °C 

f T 650 MH? 





PNP 

Ampi. RF per UHF 

VcEO >5 V 

P : 90 mW 

h FE : » 

2 

12 


AF251 



VCBO :20 v 

T a : 45 »C 

) T ; 750 MHz 





MM-12 


le : 10 mA 

Tj :90°C 























DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

a 

CO NT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

<T a = 25 °C| 


CARATTERISTICHE a 

(T a - 25 °C) 

*c 

(mA) 

V CE 

IV) 

f 

(MHz) 


PNP 

OsCtIL oonv. UHF 

Veto 

15 V 

P 

90 mW 

h F£ ^ 

>10 

2 

12 


AF262 



Vceo 

20 V 

Ta 

45 °C 

fr : 

650 MHz ' 

2 

12 



MM • 12 A 


'c 

10 mA 

Ti 

90 °C 







PNP 

Ampi. RF per UHF 

vceo 

15 V 

P 

90 mW 

h F E : 

>10 

2 

12 


AF263 



vcbo 

20 V 

Ta 

45 °C 

<T ' 

550 MHz 

2 

12 



MM-t2A 


■c 

10 mA 

T i 

90 °C 







PNP 

Ampi. RF 

vceo 

18 V 

P 

90 mW 

hFE 

28 

1 

12 


AF266 


□scili. VHF 

vcbo 

25 V 

Ta 

45 °C 

f T 

>170 MHz 

1 

12 



MM-12A 


•c 

10 mA 

Ti 

30 °C 

Vfb 

14 mS 

1,5 




PNP 

Ampi. RF 

vceo 

15 V 

P 

60 mW 

h FE 

50 

2 

IO 


AF279 


oscill. UHF 

Vcbo 

20 V 

Ta 

55 °C 

( T 

780 MHz 

2 

10 



TO-50 


'C 

10 mA 

Tj 

90 °C 







PNP 

Ampi. RF 

vceo 

15 V 

P 

60 mW 

hFE 

25 

2 

10 


AFZ80 


oscill, UHF 

vcbo 

20 V 

T, 

55 °C 

f T 

550 MHz 

2 

10 



TO-50 


>c 

10 mA 

T i 

90 °C 

Gtr 

12 dB 

2 

10 

eoo 


PNP 

Ampi. RF 

Vcbo 

12 V 

P 

112 mW 

h FÉ 

25 - 120 

1 

12 


AFY12 


□scili. VHF 

'c 

10 mA 

T c 

45 °C 

>T 

230 MHz 





TO-72 




T| 

90 °C 







PNP 

Ampi. RF per UHF 

vcbo 

30 V 

P 

112 mW 

h FE 

>10 

1.5 

12 


AFY16 



le 

10 mA 

Tc 

45 °C 

<T 

550 MHz 





TO-72 




T i 

90 °C 







PNP 

Commutazione 

vceo 

40 V 

P 

50 W 

hFE 

40-250 

1000 

1 


AL 100 


alta velocità 

v cbo 

100 V 

Tc 

25 °C 

'T 

7,5 MHz 

1000 

1 



TO-3 


le 

10 A 

T i 

100 °c 







PNP 

Commutazione 

vceo 

40 V 

P 

50 W 

hFE 

40-250 

1000 

1 


AL101 


alta velocità 

Vcbo 

60 V 

Tc 

25 °C 

*T 

7,5 MHz 

1000 

1 



TO-3 


»c 

10 A 

T i 

100 °C 







PNP 

Ampi, tinaie BF 

vceo 

50 V 

P 

12,5 W 

hFE 

40-250 

1000 

1 


AL102 


Commutazione 

vcbo 

. 75 V 

Tc 

: 81 °C 

e 

150 

1000 

1 



TO-3 


'c 

: 5 A 

T i 

: 100 °C 

'T 

4 MHz 





PNP 

Ampi, finale Bf 

vceo 

: 40 V 

P 

: 12,5 W 

hFE 

40 - 250 

1000 

1 


AL 103 


Commutazione 

vcbo 

: 60 V 

T c 

81 °C 

0 

B0 

1000 




TO-3 


*c 

: 5 A 

T i 

100 °C 

'T 

3 MHz 





PNP 

Ampi, di potenza 

VCEO 

: 60 V 

P 

: 10 W 

hFE 

30- 180 

500 

2 


AL112 


Commutazione 

vcbo 

: 130 V 

Tc 

: 60 °C 

'T 

3 MHz 





SQT-9 


'c 

6 A 

Tj 

: 100 °C 





_ 


PNP 

Ampi, di potenza 

Vceo 

: 40 V 

P 

: 10 W 

hFE 

40 - 180 

500 

2 


AL113 


Commutazione 

vcbo 

: 100 V 

T c 

60 °C 

<T 

3 MHz 





SOT-0 


le 

6 A 

Tj 

: 100 °C 





_ 


PNP 

Commutazione 

vceo 

• 15 V 

P 

: 0,16 W 

hFE 

>30 

20 

1 





vcbo 

: 30 V 

Tj 

: B5 °C 

f T 

e MHz 

3 

5 


ASY26 



•c 

: 0,2 A 

H,hc . 200 °C/W 

ton 

340 n* 
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

e 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

a le 

V QE 


CONT. 


= 25 °C) 



(T a ^ 25 °C) 

ImA) 

IV) 


PNP 


Impiego e dati tecnici come ASY26 eccetto: 

hFE 

>50 

20 

1 

ASY27 



VCBO 

25 V 



f T 

14 MHz 

3 

5 








fon 

250 ns 




TO 5 






toff 

1000 ns 




NPN 

Commutazione 

VCEO 

15 V 

P 

0,15 W 

h FE 

>30 

20 

1 

ASY28 



VCBO 

30 V 

T i 

85 °C 

»T 

14 MHz 

3 

5 



>c 

0,2 A 

B thc 

200 °C/W 

*on 

225 ns 




TO - 5 






l off 

775 ns 




NPN 


Impiego e dati tecnici come ASY28 eccetto: 

h FE 

>50 

20 

1 

ASY29 



v CBO 

25 V 



f T 

20 MHz 

3 

5 








l on 

185 ns 




TO -5 






loff 

800 ns 




NPN 

Commutazione 

VCEO 

15 V 

P 

0,14 W 

HFE 

>50 

200 

1 

ASY75 



VCBO 

30 V 

Ti 

75 °C 

>T 

10 MHz 

3 

5 


TO - 5 


*C 

0,4 A 

R thc 

200 °C/W 






PNP 

Commutazione 

VcEO 

60 V 

P 

30 W 

h FE 

20- 55 

1000 

1 

ASZ15 


Circuiti alim. 

VCBO 

100 v 

T c 

45 °C 

f T 

0.2 MHz 

1000 

5 



<c 

8 A 

Tj 

90 °C 






TO-3 




R thc 

1,5 <*C/W 






PNP 

Commutazione 

VCEO 

32 V 

P 

30 W 

hFE 

45 - 130 

1000 

3 

ASZ16 


Circuiti alim. 

v CBO 

•c 

60 V 

6 A 

T c 

T l 

45 °C 

90 °C 

f T 

0.25 MHz 

1000 

5 


TO-3 




R thc 

1.5 °C/W 





ASZ17 

PNP 


Impiego e dati tecnici come ASZ16 eccetto: 

h FE 

25 - 75 

1000 

1 

TO-3 






f T 

0.22 MHz 

1000 

5 

ASZ18 

PNP 


Impiego 

e dati tecnici come A5Z17 eccetto: 

hFE 

30-110 

1000 

1 

TO-3 


VCBO 

100 v 








PNP 

Ampi, uscita 

VCEO 

120 V 

P 

10 w 

hFE 

12 - 50 

10 A 


AUtOI 


orizz. TV 

VcBO 

120 V 

T c 

70 °C 

*T 

>0,4 MHz 

500 

2 



'e 

10 A 

Tj 

90 °C 






TO-3 




R thc 

2 °CAiV 






PNP 

Deflessione 

VCEX 

155 V 

P 

10 W 

hFE 

>15 

10 A 

2 

AU103 


Qfi22. TV 

v CBO 

155 V 

Tc 

75 °C 

f T 

15 MHz 

600 

2 



le 

10 A 

Tj 

90 °C 






TO-3 




R thc 

1,5 °CW 






PNP 

Deflessione 

VCEX 

185 V 

P 

15 W 

h FE 

>15 

10 A 

1 

AU104 


orizz. TV 

v CBO 

ic 

185 V 

12 A 

Tc 

Tj 

67.5 °C 

90 °C 

'T 

15 MHz 

500 



TO-3 




R thc 

1.6 °C/W 






PNP 

Deflessione 

VcBO 

320 V 

P : 23 W 

hFE 

15-80 

6000 

1,3 

AU106 


orizz. TV 

le 

10 A 

T c : 55 °C 

'T 

2 MHz 




TO-3 


90 °C 
















DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


29 


SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

IT a = 25 °C1 

CARATTERISTICHE 

IT, - 25 °C ) 

3 

le 

<mA) 

tu — 

.$>> 


PNP 

Deflessione 

VCBO 

200 V 

P : 30 W 


hpÉ : 35 - 120 


700 

2 

ALMO? 


veri TV 

'c 

10 A 

T c : 45 °C 


f T : 2 MHz 





TO ■ 3 




Tj ; 90 °C 







PNP 

Deflessione 

VcBO 

100 V 

P 30 W 


hpE : 35 - 200 


700 

2 

AU108 


onzz, TV 

'C 

10 A 

T c : 45 °C 







TO -3 




Tj : 90 °C 







PNP 

Deflessione 

VCBO 

100 V 

P 30 W 


hp£ 120 ■ 250 


1000 

2 

AU108F 


orizz. TV 

'c 

10 A 

T c 45 °C 







TO - 3 




Tj : 90 Q C 







PNP 

Ampi, finale TV 

vuao 

160 V 

P 30 W 


hFE 20 90 


T000 

2 

AU110 



'c 

10 A 

T c : b5 “C 







TO 3 




T, 100 °C 







PNP 

Deflessione 

VCBO 

320 V 

P 23 W 


hFE 15-80 


6000 

1,3 

AU111 


orizz. TV 

■c 

10 A 

Tc : 56 °C 


f T 2 MHz 





TO - 3 




Tj 90 °C 







PNP 

Deflessione 

VCBO 

320 V 

P : 23 W 


hp£ : 15-40 


6000 

1,3 

AU 112 


orizz TV 

'c 

10 A 

T c ; 55 °C 


t T : 2 MHz 





TO - 3 




T, : 90 °C 







PNP 

Deflessione 

VcBO 

250 V 

P : 23 W 


hpp : 1 5 - BO 


6000 

1.3 

AUH3 


orizz TV 

'c 

10 A 

T c 55 °C 







TO 3 




T, : 90 °C 







NPN 

Presmpl e 

VCEO 

45 V 

P : 0,3 W 

A 

hp£ : 180 fi 

220 

2 

5 

6C107 


pilota BF 

VCBO 

50 V 

Tj ; 175 Ù C 

B 

h F E : 290 (i 

330 

2 

5 


TO 18 


'c 

0.1 A 

R, hc 200 °C/W 


f T : 300 MHz 


10 

5 


NPN 

PreiirTipl, f: 

VCEO 

20 V 

P : 0,3 W 

A 

hp E 180 fi 

220 

2 

5 



pilota BF 

Vcao 

30 V 

Tj : 175 °C 

B 

hp£ - 290 fi 

330 

2 

5 




le 

0 r 1 A 

R thc : 200 °C/W 

C 

tifE 520 fi 

600 

2 

5 


TO 18 






f T .300 MHz 


10 

5 


NPN 

Preampl BF 

v CEO 

20 V 

P 0.3 W 

B 

hpE 290 fi 

330 

2 

S 

Bciog 


ixisso remore 

VcBO 

30 V 

Tj : 175 

C 

hpE 520 (3 

600 

2 

5 


TO -18 


'c 

0.1 A 

R, hc : 200 °C/W 


l T 300 MHz 


10 

5 


NPN 

Ampi. BF 

VCEO 

80 V 

P : 0 3 W 


hFE ^3° 


2 

5 

BC110 


uso generale 

VcBO 

80 V 

Tj : 175 °C 


f T 100 MHz 


10 

5 


TO 10 


le 

50 mA 

R thc : 200 °C/W 







NPN 

Prirampl BF 

VCEO 

25 V 

P : 0,2 W 


hpE : 350 


1 

5 

BC113 



VcBO 

30 V 

T, : 125 


fi : 350 


1 

5 


TO - 106 


'c 

50 mA 

R thc : 200 °C/W 


f T 60 MHz 




BC114 

NPN 

Preampi . 0f 

Dati tecnici come 

BC113 







TO - 106 

t>as ! .o rumore 










NPN 

Preampl. e 

«CEO 

30 V 

P : 0.3 W 


hpE : 145 


1 

10 

BC115 


pilota 8F 

VCBO 

40 V 

T, : 125 °C 


fi : 170 


10 

10 


TO 105 


'c 

0.2 A 

R,t,c : 125 °C/W 


1 T . 40 MHz 
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

e 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 


CARATTERISTICHE a 

■c 

V CE 

f 

CONT, 

<T» = 25 °C> 



(T 

- 25 °C) 

(mA) 

IVI 

ÌMH2) 


PNP 

Impiego generale 

VcEO : 40 V 

p 

0,3 W 


l'FE : 

100 

10 

1 


Bcm 



Vc80 : 45 v 

Ti : 

125 °C 


fi : 

2 

30 

10 

100 


T0 -105 


IC : 0,6 A 

R thc : 

125 °C/W 


[ T : 

200 MHz 





NPN 

Impiego generale 

v CEO : 120 V 

P 

0,3 W 


l’FE 

50 

10 

10 


BC117 


alta tensione 

VcBO : 120 V 

T i 

125 °C 


e 

50 

10 

5 



TO-105 



Rthc 

125 °C/W 


f T 

40 MHz 





NPN 

Impiego generale 

VcEO *5 v 

P 

0,2 W 


"FÉ 

40 - 160 

to 

10 


Bcna 



VCBO : 45 v 

Tj 

125 °C 


fi 

3,5 

10 

16 

100 


TO -106 



H thc 

200 °C/W 


*T 

350 MHz 





NPN 

Ampi, uscita BF 

VcEO : 3° v 

P 

0,8 W 


hp E 

100 

50 

1 


BC119 



VcBO : 60 V 

Tj 

200 °C 


e 

>2 

50 

10 

20 


TO -39 



R thc 

35 °C/W 








NPN 

Pilota ori 22 . s 

VcEO : 30 v 

P 

0,8 W 


h FE 

70 

10 

10 


BC120 


veri. TV 

V C BO «A V 

Tj 

200 0 C 


0 

>2 

50 

10 

20 


TO'39 



Rthc 

58,3 °C 


<T 

40 MHz 





NPN 

Ampi, pilota BF 

VCEO : 30 V 

P 

0,3 W 


hFE 

50 

1 

1 


BC125 


compì, BOI26 

VcbO : 50 V 

T i 

125 °C 


0 

>2 

50 

10 

20 


TO -105 


IC : 6. 6 A 

^the 

125 °C/W 


<T 

40 MHz 




BC126 

PNP 

Ampi, pilota BF 

Dati tecnici come 

BC125 eccetto: 


h FE 

62 

1 

1 


TO -105 

compì. BC125 

VCBO : 35 v 




f T 

200 MHz 





NPN 

Ampi, pilota BF 

VcEO : 4 5 V 

P : 135 mW 


l'FE 

220 

2 

5 


BC129 


basso rumore 

VCBO : 50 v 

T a : 

45 °C 

A 

? 

125 - 260 

2 

S 




ic : o.i A 

Tj ; 175 “C 

a 

e 

240 - 500 

2 

5 



TO-18 






<T 

300 MHz 

10 

5 



NPN 

Ampi, pilota BF 

VcEO : 20 V 

P : 135 mW 


l’FE 

220 

2 

5 




basso rumore 

v CBO : 30 v 

T a : 

45 °C 

A 

e 

125 - 260 

2 

5 


BC130 



IC 0.ÌA 

Tj : 175 °C 

B 

0 

240 - 500 

2 

5 








c 

0 

470 - 900 

2 

5 



TO-18 






*T 

300 MHz 

10 

5 



NPN 


Impiego e dati tecnici come BC130 eccetto 


l’FE 

400 

2 

5 


BC131 






B 

0 

240 - 500 

2 

5 



TO-18 





c 

0 

470 - 900 

2 

5 



NPN 

Ampi. BF 

v CEO ' 25 v 

P 

0,2 W 


l'FE 

220 

t 

10 


BC132 



VCBO : 30 V 

T j 

125 °C 


e 

240 

I 

5 



TO -106 



Rthc 

200 °C/W 


f T 

40 MHz 





NPN 

Impiego generale 

VcEO : 45 v 

P 

: 0,2 W 


l’FE 

250 

10 

IO 


BC134 



Vcao : 4 5 V 

T i 

: 125 °C 


P 

230 

5 

IO 



TÒ -106 



R thc 

: 200 °CW 


<T 

350 MHz 





PNP 

Ampi, uscita BF 

VcEO : 40 v 

P 

: 0,7 W 


l’FE 

90 

10 

10 

100 

ecm 



VCBO ! 40 v 

Tj 

: 200 °C 


0 

2 

50 

10 


TO - 39 


IC : 0,5 A 

R thc 

: 58,3 °C/W 


f T 

40 MHz 

























DATI TRANSISTORI 1 RSTT 


SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

<T a = 26 °CI 


CARATTERISTICHE a 

|T fl = 25 °CI 

•c 

(mA) 



NPN 

Ampl.BF 

VcEO : 40 V 

P 

3,7 W 

6 

hp E : 40-100 

100 




busso rumor* 

v CBO : SO V 

T c 

45 °C 

10 

bpE ■ 63 - 160 

100 




commut. rapida 

le : 1 A 

Tj 

175 OC 

16 

hFE : 100 -250 

100 



TO -39 



Rtha 

220 °C/W 


f T 

: >60 

50 

10 


NPN 


Impiego e dati tecnici come BC140 eccetto 






BC141 



V C EO ■ 80 V 









TO-39 


V C BO : J00 V 









NPN 

Ampi, pilota ed 

VcEO ^ 60 V 

P : 0,8 W 


h F6 : 30 

200 


OC 142 


uscita BF 

VCBO : 70 V 




f T 

: 40 MHz 




TO-5 

Compì. BC143 










PNP 

Ampi, pilota ed 

VCEO ^ 60 V 

P : 0,8 W 


h FE : 70 

200 


BC143 


uscita BF 

Vcso : 60 V 




'T 

: 100 MHz 




TO 5 

compì. BC142 










NPN 

Ampi, pilota ad 

v C eo 

P : 0,8 W 


h FE : 40 

300 


BC144 


uscita BF 

VcBO : « 0 V 




'T 

: 40 MHz 




TO-5 

compì. BOI 39 










NPN 

Ampi, pilota BF 

VCEO : V 

P :0^5W 

A 

h F E : ISO fi :>126 

2 

5 

BC147 

SOT-25 

compì. BC157 

VcBO : 50 V 

t ì : 

125 oc 

B 

hi F E : 290 fi :>240 

2 

5 


MM -12 


IC : 0,1 A 




*T 

: 300 MHz 

IO 

5 


NPN 

Preampl. e 

VCEO : » V 

P : 0,25 W 

A 

h F E : ISO fi :>T25 

2 

5 



pilota BF 

VcBO = 30 V 

T i : 

125 °C 

B 

hFE : 700 & :>240 

2 

5 


SOT-25 

compì. BC158 

le : Ori A 



C 

hp E : 520 fi :>470 

2 

5 


MM 12 






'T 

; 300 MHz 

10 

6 


NPN 

Preampl. BF 

Veto : 20 V 

P : 0,25 W 

B 

h FE : 290 fi >240 

2 

5 

BC149 

SOT-25 

basso rumore 

VcBO ^ » V 

T i : 

125 °C 

C 

h F E : 520 P - >470 

2 

6 


MM -12 

compì. SCI59 

le : 0.1 A 




<T 

: 300 MHz 

10 

5 


PNP 

Preampl. a 

V CE o : 40 v 

P 

0,2 W 


hpE : 135 

1 

5 

BC1S3 


pilota BF 

Vcbq : 40 V 

t ì 

125 °C 


fi 

: 135 

1 

5 


TO-106 


IC - 0,1 A 

R«ic 

200 °C/W 


f T 

: 40 MHz 




PNP 

Preampl. BF 

Dati tecnici come BC153eccetto: 


hFE : 230 

1 

5 

BC154 


alto guadagno 





fi 

: 230 

1 

6 


TO - 106 

basso rumore 










NPN 

Ampi. BF 

VCEO ^ 5 V 

P : 105 mW 

A 

fi 

B5 - 220 

0,5 

1 




VCBO : 5 V 

Ta : 

45 0 C 

B 

fi 

200 - 500 

0,5 

1 




IC : 50 mA 

Tì : 125 *C 

C 

fi 

470 - 900 

0,5 

1 


TOM-13 






*T 

>50 MHz 

2 

5 


NPN 

Ampi. BF 

V C E0 : & V 

P ; 

50 mW 

A 

fi 

85 - 220 

0,5 

1 




VcBO ■ 6 V 

Ta ; 

45 °C 

B 

fi 

200 - 500 

0.5 

1 

OC 



le : 50 mA 

Ti : 125 °C 

C 

fi 

470 - 900 

0,5 

1 


TOM-23 






»T 

>50 MHz 

2 

5 


PNP 

Ampi, pilota BF 

VCEO ; *5 V 

P : 0,25 W 

VI 

hpE : 140 fi :> 75 

2 

5 

BC157 

SOT-25 

compì. BC147 

VCBO : » V 

Tj : 

125 °C 

A 

hpE : ISO fi : >125 

2 

5 1 


MM - 12 


IC = 0.1 A 




f T 

: 150 MHz 

10 


















Dati Transistori 2 


X 


(47 RSTT) 


SIGLA e IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a l c - 

CONT. IT. = 26 °C) (T, = 25 °C( (mA) Wì 


BOI 68 

PNP 

SOT-25 

MM-12 

Pr eampl. e 
pilota BF 
compì. 8C148 

VCEO 

VCBO 

ic 

: 25 V 

: 30 V 
: 0.1 A 

P 

T i 

0,25 W 

125 °C 

VI 

A 

B 

h FE 

hFE 

hFE 

f T 

140 0;> 75 

IBQ ^ : > 125 
290 )3 : >240 

150 MHz 

2 

2 

2 

10 

5 

5 

5 

5 


PNP 

Preampl, BF 

VCEO 

: 20 V 

P 

0,25 W 

A 

hFE 

180 3. >125 

2 

5 

BC159 

SOT-25 

basso rumare 

VC80 

: 25 V 

T( 

125 °C 

B 

hFE 

290 |3 : >240 

2 

5 


MM -12 

compì. BC149 

•c 

: 0.1 A 




»T 

150 MHz 

10 

5 


NPN 

Preampl. e 

VCEO 

: 45 V 

P 

0,22 W 


h FE 

220 

2 

5 

BC167 


pilota BF 

VcbO 

: 50 V 

T i 

125 °C 

A 

3 

125 - 260 

2 

5 


TO-92B 

basso rumore 

■c 

: 0,1 A 



B 

3 

240 - 500 

2 

5 


MM -11B 

corri(H BC257 






f T 

300 MHz 

10 

5 


NPN 

Preampl, e 

VCEO 

: 20 V 

P 

0,22 W 


h F E 

220 

2 

5 



pilota BF 

VCBO 

: 30 V 

Tj 

125 °C 

A 

3 

125 - 260 

2 

5 

BC168 


basso rumore 

<c 

: 0,1 A 



B 

3 

240 - 500 

2 

5 


TO’92B 

compì, BC158 





C 

3 

470 - 900 

2 

5 


MM-11B 







<T 

300 MHz 

10 

5 


NPN 

Preampl. e 

Dati tecnici come BC168 eccetto: 


h F E 

400 

2 

5 



pilota BF 





B 

3 

240 ’ 500 

2 

5 


TO-S2B 

bàs«o rumore 





C 

3 

470 - 900 

2 

5 


MM'IIB 

compì. BC259 











NPN 

Ampi. RF-FI 

VCEO 

20 V 

P : 

0,2 W 


hFE 

35 - 100 

1 




per AM,OC 





A 

hFE 

35 - 100 

1 


BC170 


Commutazione 





B 

h F£ 

80 - 250 

1 









C 

h F E 

200 - 600 

1 



TO’92 







<T 

100 MHz 




NPN 

Ampi. RF-FI 

VCEO 

45 V 

P : 

0.2 W 


hFE 

275 

2 


BCl7t 


per AM-OC 





A 

hFE 

225 

20 









B 

h FE 

350 

20 



TO-92 







>T 

300 MHz 




NPN 

Ampi. RF-FI 

VCEO 

20 V 

P : 

0,2 W 


hFE 

225 

20 




per AM-OC 





A 

hFE 

225 

20 


BC172 







e 

hFE 

350 

20 









c 

h FE 

620 

20 



TO-92 







<T 

300 MHz 




PNP 

Preampl. e 

VCEO 

45 V 

P 

: 0,3 W 

V 

hFE : 

75 3 ; > 50 

2 

5 



pilota BF 

VCBO 

50 V 

Ti 

: 175 °C 

VI 

hFE : 

140 0:> 75 

2 

5 

BC177 


compì. BC107 

•c 

0,1 A 

Rthc 

; 200 “CiW 

A 

hFE : 

ISO 3 ; > 12S 

2 

5 








B 

hfE : 

290 3 : >240 

2 

5 


TO -18 







f T ^ 

130 MHz 

10 

5 


PNP 

Preampl. e 

Dati tecnici come BC177 eccetto: 






BC178 


pilota BF 

VCEO 

25 V 









TO -18 

compì. BC108 

VCBO 

30 V 









PNP 

Preampl, BF 

vqeo 

20 V 

P 

; 0,3 W 

A 

hFE : 

180 0:>125 

2 

5 

BC17B 


basso rumore 

VCBO 

25 V 

Tj 

: 175 °C 

a 

hFE : 

290 3: >240 

2 

5 


TO-lfl 

compì. BC109 

■c 

0,1 A 

ft thc 

: 200 “C/W 


<T • 

130 MHz 

10 

5 
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Dati Transistori 2 


SIGLA 

TIPO 

e IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

a l c 

VcE 


CONT. i 

(T a = 25 °C) 

<T a = 25 °CI 

ImA) 

IV) 


8C133 

NPN 

TO-18 

Ampi. RF-MF 

VcEO : 30 V 

P : 

0.3 W 


h FE 

f T 

; <85 

150 MHz 

2 



NPN 

Applicazioni 

V CE 0 : 26 V 

P 

0.1 W 


"FÉ 

: > 25 

1 

10 

BC194 


generali RF 

VCBO V 

Ta 

45 °C 


f T 

: > 250 MHz 

20 

10 


TOM-13 

Commutazione 

IC : 0.8 A 

Tj 

126 °C 







NPN 

Impiego 

VcEO : 45 V 

P 

50 mW 


h FE 

: 220 

2 

5 



generale BF 

VcBO : 50 v 

T a 

45 °C 

A 

(5 

: 125 - 260 

2 

5 




l C : 0,1 A 

T| 

125 °C 

B 

f3 

: 240 - 500 

2 

5 


TOM-23 






<T 

: 300 MHz 

10 

6 


NPN 


Impiego £ dati tecnici come BC197 eccetto: 

A 

J3 : 

125 - 260 

2 

5 

BC198 



VCEO : 20 V 



8 

0 : 

240 - 500 

2 

5 



V C BO : 30 V 



C 

li : 

470 - 900 

2 

5 


TOM-23 






f T : 

300 MHz 

10 

5 


NPN 

Impiego 

V C EO - » V 

P 

50 mW 


hFE 

: 400 

2 

5 



generale BF 

VCBO : 30 V 

Ta 

45 °C 

5 

fi 

: 240 - 500 

2 

5 

DC139 



le ■ 0.1 A 

T, 

125 °C 

c 

P 

: 470 900 

2 

5 


TOM-23 






<T 

: 300 MHz 

10 

5 


PNP 

Preampl. e 

VcEO ■ 45 V 

P 

0.3 W 

V 

hFE 

■ 75 P : > 50 

2 

5 



pilota BF 

VcBO : 45 V 

Tj 

125 °C 

VI 

hFE 

.110 (3 :> 75 

2 

5 

BC204 

TO-92 


IC • 0.1 A 



A 

hFE 

: ISO 3 ;> 125 

2 

6 


TO- 106 





B 

h FE 

: 290 (3: >240 

2 

5 


RO - T10 






'T 

: 200 MHz 

10 

5 


PNP 

Preampl. t 

Dati tecnici come 

BC2Q4 eccetto: 







TO-92 

pilota BF 

v CEO ■ 20 V 









TO -106 


V C BO ■ 20 V 









RO- 110 











PNP 

Preampl. BF 

VcEO : 20 v 

P 

0,3 W 

B 

hfE 

: 290 

2 

5 


TO-92 

basso rumore 

Vqbo : 20 V 

Tj 

125 °C 


li 

: >240 

2 

5 

BC206 

TO - tpfi 


<c ; 0,1 A 





: 200 MHz 

10 

5 


RO- 110 











NPN 

Preamp* . e 

VCEO : 45V 

P 

0,3 W 

A 

"FÉ 

: ISO P : 21» 

2 

5 


TO-92 

pilota BF 

VCBO : 45 V 

Tj 

125 °C 

B 

h FE 

: 290 p: 330 

2 

5 


TO-106 


<c : 0,1 A 




0 

: 200 - 330 

2 

5 


RO-110 






'T 

: 300 MHz 

10 

5 


NPN 

Preampl. e 

v CEO : 20 V 

P 

0.3 W 

A 

hFE 

: 180 p : 200 

2 

5 


TO-92 

pilota BF 

VCBO : 20 V - 

Tj 

125 °C 

8 

hFE 

.290 P : 330 

2 

5 


TO -106 


le : 0.1 A 



C 

hFE 

: 520 P : 600 

2 

5 


RQ-110 






f T 

: 300 MHz 

10 

5 . 


NPN 

Preampl. BF 

Vqeq : 20 V 

P 

0.3 W 

B 

hFE 

: 290 ^ : 330 

2 

5 


TO-92 

basso rumore 

VcBO ^ 20 V 

Tj 

125 °C 

C 

hFE 

; 520 P : 600 

2 

5 

BC209 

TO-106 


le : 0.1 A 




'T 

: 300 MHz 

10 

5 


RO-tIO 











NPN 

Pilota orizz a 

VcEO : 25 V 

P 

: 0,45 W 


hFE 

: 30- 140 

10 

1 



veri. TV 

VCBO : 50 V 

Tj 

: 175 °C 


'T 

: 250 MHz 

20 

10 

BC210 



IC : 0,7 A 

Ft, hc : 100 °C/W 


ton 

: 30 ns 

150 



TO-1B 






teff 

: 180 ns 

150 
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SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

1T a = 25 °C\ 

CARATTERISTICHE 

IT a = 25 °C) 

a 

'C Vce 

(mA) (V) 


NPN 

Pilota prizz. e 

v CEO 

25 V 

P 

0,6W 


hpE : 30 - 140 


10 1 

BC210A 


vert. TV 

VCBO 

50 V 

Ti 

175 oc 


t T : 250 MHz 


20 10 



le 

0,7 A 

Rthc 

60 °CAV 


ton : 30 ns 


150 


TO'5 







totf : 180 ns 


150 


NPN 

Pilota orizz, e 

v CEO 

40 V 

P 

0,8 W 


hpE : 70 


10 1 

BC21t 


wert. TV 

VCBO 

80 V 

T i 

175 °C 


f T : 200 MHz 


50 10 



'c 

1 A 

R thc 

35 °C/W 


ton • 30 ns 


150 


TO-5 







t D ff : 180 ns 


150 


PNP 

Impiego generale 

VCEO 

30 V 

P 

0,4 W 

A 

Kp£ : 40 -120 


150 IO 

BC215 



vqbo 

50 V 

Ti 

200 a C 

a 

hp£ : 100 - 300 


150 10 


TO-18 


ic 

0,5 A 

Rttìc 

140 °C/W 


1 T : 200 MHz 


30 10 


PNP 

Preampl. e 

v CEO 

40 V 

p 

0,2 W 


h£E : ITO 


1 6 

BC225 


pilota BF 

VCBO 

40 V 

Tj 

125 °C 


0 : 185 


1 5 


TO -106 


'C 

0,1 A 

R thc 

200 °C/W 





BC236 

NPN 

Impiego generale 

v CBO 

120 V 

P : 0,3 W 


HfE : >25 


10 10 

RO - no 

alta tensione 

'c 

50 mA 

Tj ; 125 °C 


9 ■ >25 


IO 5 


NPN 


Impiego e dati tecnici come BC147 eccetto: 





BC237 

TO '92 




P : 0,3 W 






MM-11 











NPN 


Impiego e dati tecnici come BC148 eccetto: 





BC238 

TO 92 




P : 0,3 W 






MM-11 











NPN 


Impiego e deli tecnici come BC149 eccetto: 





BC239 

TO-92 




P : 0.3 W 






MM-11 











PNP 

Preampl. e 

VCEO 

45 V 

P : 0,22 W 

VI 

h FE : 110 (J:> 

75 

2 

BC257 


pilota BF 

VCBO 

50 V 

T i : 

125 °C 

A 

hFE : '3B 9 • >125 

2 


TO-92 B 

compì. BC167 

■c 

0.1 A 




i T : 130 MHz 


10 5 


PNP 

Preampl. e 

VCEO 

25 V 

P : 0,22 W 

VI 

BFElllO (3 : > 

76 

2 

BC256 


pilota BF 

v CBO 

30 V 

Tj : 

125 °C 

A 

hFE : 180 0:>12S 

2 


compì. SCI68 

•c 

0,1 A 



B 

hFE : 290 (3 : >240 

2 


TO-92B 






f T : 130 MHz 


10 5 


PNP 

Preampl. e 

VCEO 

20 V 

P : 0.22 W 

A 

hpE : 150 0 : >125 

2 

BC259 


pilota BF 

VCBO 

26 V 

Tj ^ 

125 °C 

B 

hp E : 290 0;>24O 

2 


TO-92B 

compì. BC1G9 

'c 

0,1 A 




f T : 130 MHz 


10 5 


NPN 

Ampi, pilota BF 

VCEO 

45 V 

P : 0.375 W 


p ; 125 - 500 


2 5 

BC267 


Commutazione 

VCBO 

50 V 

Tj : 

175 °C 


1 t . 200 MHz 




TO -18 


'C 

0,5 A 








NPN 

Ampi, pilota BF 

Veto 

20 V 

P : 0,375 W 


P : 125-900 


2 5 

BC26S 


alto guadagno 

VCBO 

30 V 

Tj ^ 

175 °C 


f T : 200 MHz 




TO -18 

Commutazione 

le 

0,5 A 

_ 




— 

— 


NPN Preampl. 6F 
basso rumore 
TO-J8 Commutazione 


BC209 


Dati tecnici come BC268 eccetto: 


P :240-900 


2 


5 
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TIPO 

SIGLA e IMPIEGO 
CONT. 


VALORI MASSIMI 

(T, = 25 °CI 


CARATTERISTICHE b l c V C E 

<T a - 25 OC) ImA) IV) 


BCZ70 

NPN 

TO -18 

Ampi, pilota BF 
Commutazione 

Dati tecnici coinè BC268 eccetto: 

VcSO : 20 V 


0 : 50 - 900 


2 

5 


NPN 

Preampl. BF 

V C EO : « v 

P 

0,36 W 

A 

hfE : 200 

0: 220 

1 

5 

BC280 


tw'-so rumore 

VcBO : 45 V 

T| 

700 °C 

BC 

hp£ ; 350 

0 : 370 

1 

5 


TO -18 


l c : 0,1 A 

Rthc 

146 °cm 







PNP 

Preampl. BF 

VCEO - 45 v 

P 

0,36 W 

A 

hpE : 120 

0: 130 

1 

5 

BC2S1 


basso rumore 

VcBO : 45 v 

T i 

200 °C 

B 

hpg : 200 

0 ■ 200 

1 

5 


TO -18 


l C : 0,2 A 

Rthc 

146 D C/W 

C 

hpe . 2SO 

0; 250 

1 

5 


NPN 

Ampi, pilota e 

Veto ; 30 v 

P 

0,4 W 


hpE : 150 


50 

6 

BC28Z 


finale BF 

VcBO - 60 v 

T) 

200 °C 


0 : 170 





TO -18 

compì. BC283 

le : 0.6 A 

Rthc 

: 134 °C/W 


_ 


— -- 



PNP Ampi. pilota a 

BC283 tinaia BF 

TO' 18 compì. BC282 


VCEO : M V P : 0,4 W 

VCBO 30 V Tj : 200 “C 

I C : 0.6 A R thc : 134 »C/W 


hfE i 130 50 5 

(3 : 110 50 5 


BC2B4 

NPN 

TO -18 

Ampi, pilota BF 

VCEO : 40 v 
VcBO : 40 v 

IC : 0.2 A 

P ; 0,5 W 

Tj ; 200 OC 

Riho : 97 °C/W 

A hFE : 230 

B hFE : 350 

0 : 265 

0 : 390 

1D 

10 

10 

10 

BC285 

NPN 

TO-18 

Preampl. e 
pilota BF 
alta tensione 

VCEO : 120 V 
VCBO i 120 v 
ic ; 0,1 A 

P : 0,36 W 

Tj : 200 OC 

R (hc ; 146 °CW 

hFE : 70 

0 : 70 


5 

5 

30 

30 


NPN Ampi, uscita BF 

BC28B 

TO-39 


VCÈR 

60 V 

p 

0,8 W 

(Ree 

<200 n) 

T i 

200 °C 

VCBO 

ic 

70 V 

1 A 

Rthc 

43,7 °C/W 


hpE : 170 IO 2 

P : 120 IOO 2 


BC287 


PNP 

TO'39 


Ampi, uscita BF Vqeo : 60 v p : O.B W 

VCBO 60 v T i : 200 ° C 
I C : 1 A R,hc : 43.7 °C/W 


hFE ; 90 
0 :90 


100 2 
100 2 


BC283 

NPN 

Ampi, uscita BF 

VcEO : 40 v 
VC80 : 80 v 

P 

T i 

: 0,8 A 
: 200*0 

hFE 

0 

150 

145 

100 

500 

2 

2 


TO -39 


i c 5 a 

Rthc 

: 25 °C/W 


_ 

___ 

-— 


PNP 

Ampi, pilota o 

VcEO • 45 V 

P : 

0,375 W 

hFE 

76 - 260 

100 

1 

BC297 


tinaie BF 

VcBO 50 v 

Ti = 

175 °C 

*T 





TO-18 

Commutazione 

le : 1 A 






__- 

BC29B 

PNP 

Ampi, pilota o 
finale BF 

VcEO : 25 V 
VCBO : 30 v 

P : 

Tj : 

0,375 W 

175 °C 

hFE 

*T 

75 -500 

150 MHz 

100 

1 


TO-18 

Commutazione 

ic ; 1 A 






— 

BC300 

NPN 

Ampi, pilota BF 
Commutazione 

VcEO : 90 V 
VcBO : 120 V 

P 

T c 

6 W 

25 °C 

h F E 

<T 

40 - 240 

120 MHz 

150 

IO 

TO - 39 


le : 0.5 A 

Tj 

175 °C 




— 


(4PN 

BC301 

TO-39 


Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto; 
VCEO : 60 V 
VcBO : 90 V 
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TIPO 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE a 

le 

V CE 

SIGLA 

e 

CONT. 

(T„ 

25 °CI 



(Ta 

r 25 °C) 

(mA) 

(V) 



NPN 


Impiego e dati tecnic 

come BC300 eccetto: 





BC3Q2 



VCEO ; 

45 V 








TO • 39 


VcBO ■ 

60 V 








PNP 


Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: 


t T : 75 MHz 



BC303 



^CEO : 

60 V 








TO -39 


VCBO : 

85 V 








PNt* 


Impiego 

e dati tecnici come BC30Q eccetto 


f T : 75 MHz 



BC304 



v CEO : 

45 V 








TO - 39 


VcBO ■ 

60 V 





__ 



PNP 

Ampi BF 

VcEO ^ 

45 V 

P 

0,3 W 

VI 

hFE ^ 75 -150 

2 

5 

BC307 


VCBO 

50 V 

Tj 

125 °C 

A 

hFE : 125 * 26° 

2 

5 

TO 92 


ic 

0,1 A 




f T 150 MHz 

10 

5 

— 

PNP 

Ampi BF 

VCEO 

26 V 

P 

0.3 W 

VI 

hFE ^ 76-150 

2 

6 



VcBO 

30 V 

T| 

125 °C 

A 

hpE : 125 - 260 



BC308 



ic 

0,1 A 



B 

hpE : 240 - 500 

2 

5 







f T : 150 MHz 

10 

5 


TO -92 










.. 

PNP 

Ampi. BF 

Veto 

20 V 

P 

: 0.3 W 

A 

hfF : 125 - 260 

2 

5 

BC309 

TO - 92 


VCBO 

>C 

25 V 

0.1 A 

T ) 

■ 125 °C 

B 

hpE - 24Q - 500 
f T : 150 MHZ 

10 

5 


PNP 

Pilota orizz. e 

VCEO 

40 V 

P 

. 0,8 W 


l>FÉ ■ ™ 

10 

1 

10 

BC313 

uert. TV 

vceo 

70 V 

Tj 

: 175 °C 


f T : 200 MHz 



TO -5 

uscita BF 

ic 

1 A 

R tbc : 35 °C/W 


----- 

—- 

— 


BC317 


NPN Preampl. 8F 

TO-92A 


VcEO 45 v 


hFE 
A hfÉ 
B hFE 


125 - 500 
125 - 260 
240 - 500 


BC318 


BC318C 


NPN Preampl. BF 

TO'92 A 

NPN Preampl. BF 

TO - 92A 


VCEO • 30 v 


VCEO : 20 V 


hf £ : 126 - 900 
A h F E ■ 125 - 260 
B hFE : 2*0 - 500 

hp£ : 450 - 900 


BC319 

NPN 

TO-92A 

Preampl, BF 

VcEO 

: 20 V 


h FE 

B hFE 

C h F E 

: 240 - 900 
: 250 - 500 

. 450 900 

2 

2 

2 

BC323 

NPN 

TO - 39 

Ampi, finale 
veri. TV 

VcEO 

v C ao 

. 60 V p : 

: 100 V 

0,8 W 




BC324 

NPN 

TO-39 

Ampi finale 
vert. TV 

VCEO 

veso 

.. .. 

i s ss 

1 < < 

1 

-O 

: 0,6 W 





BC327 


PNP 
TO - 92 


Ampi, finale BF 
compì. BC337 


VcES 

VcEO 

le 


50 V P : 0.5 W 

45 V Tj : 150 °C 

0.5 A R thc :17D Q C/W 


h F E : T00 - 600 
i T : 100 MHz 


100 

10 
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SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

<Ta = 25 °C» 

CARATTERISTICHE 

|T a = 25 °C) 

a »c 

<mA) 

Vce 

(V) 


PNP 

Ampi.finale BF 

Dati tècnici come BC327 eccetto: 




BC328 


oompr. 8C338 

VCES 

30 V 







TO-92 


VCEO 

25 V 







NPN 

,\n»pt.finale BF 

VCES 

50 V 

P 

: 0,5 W 

hFE : 100 - 600 

100 

1 

BC337 


compì. BC327 

VCEO 

45 V 


: 150 °C 

t T : 200 MHz 

10 

5 


TO-92 


'C 

0.5 A 

R t hc - 170 °C/W 





NPN 

Ampi, finate BF 

Dati tecnici come 8C337 eccetto: 




BC338 


compì. BC328 

V C ES 

30 V 







TO-92 


VcEO 

25 V 







PNP 

Ampi, pilota BF 

VcEO 

20 V 

P 

0.375 W 

hFE ■ 50 - 500 

to 

5 

&C370 


Commutazione 

VCBO 

20 V 

Ti 

175 °C 

fj : 150 MHz 




H 

O 


<c 

0,5 A 







NPN 

Ampi, pilota BF 

Veto 

45 V 

P 

0,375 W 

hFE : 75 - 500 

100 

1 

8C377 


Commutazione 

VCBO 

50 V 

Ti 

175 °C 

f T : 200 MHz 




TO -18 


le 

1 A 







NPN 

Ampi, pilota BF 

VCEO 

25 V 

P 

0,375 W 

h F E : 75 - 500 

100 

1 

BC378 


Commutazione 

VCBO 

30 V 

Ti 

175 °C 

f T : 200 MHz 




TO -18 


«c 

1 A 







NPN 

Ampi, pilota 

V C EO 

70 V 

P : 

0,3 W 




BC395 

TO - 39 

Deflessione 

vert. TV 

V C BO 

80 V 






BC396 

PNP 

TO - 39 

Ampi, finate 
vert. TV 

Dati tecnici come BC393 





PNP 

Ampi, alta tensione 

VCEO 

80 V 

P : 

0.36 Vi 

hFE : 160 

2 


BC404 



VCBO 

80 V 







TO-92 


'c 

0.15 A 






BC405 

PNP 

Preampl. BF 

VCBO 

60 V 

P : 

0.36 W 

hRE 195 



TO -92 

basso rumore 

'c 

0,15 A 






BC406 

PNP 

Preampl. BF 

VCBO 

40 V 

P : 

0,36 W 

hFE ^ 290 



TO-92 

bassissimo rumore 

le 

0,15 A 







NPN 

Ampi. BF 

VCEO 

40 V 

p 

10 W 

hFE ' 40 - 250 

500 

4 

BC440 


media potenza 

VCBO 

50 V 

T q 

25 °C 

f T : >50 MHz 




TO - 39 

Commutazione 

le 

2 A 

T J 

200 Ù C 





NPN 


Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: 




6C441 



VCEO 

60 V 







TO - 39 


VCBO 

75 V 







PNP 


Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: 




BC460 



VCEO 

40 V 







TO 39 


VCBO 

50 V 







PNP 


Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: 




80461 



VCEO 

60 V 







TO-39 


VCBO 

75 V 
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TIPO 

e IMPIEGO 
CONT. 


VALORI MASSIMI 

(T, = 25 °CI 


CARATTERISTICHE a l c V C £ f 

(T a = 25 °C) (mA| (V) (MHz) 


NPN Preampl. BF 
TO-92 basso rumore 


VcbO : 70 V P : 0,3B W 
IC : 0.2 A 


NPN Preampl. BF 

TO - 92 basso rumore 


VcBO : 60 V P : 0,36 W 
IC : 0,2 A 


NPN Preamp). BF 

TO-92 bassissimo rumore 


VCBO : 60 V P : 0,36 W 
le : 0,2 A 


NPN Preampl. BF 
TO-92 bassissimo rumore 


VCBO : 40 V P : 0,36 Vi 
IC : 0,2 A 



NPN 

Ampi. BF 

v CEO 

40 V 

P 

18,5 Vi 

B 

h FE 

30- 90 

1000 

2 




di potenza 

vcbo 

60 V 

Tc 

45 °C 

C 

hFE 

5Q-150 

1000 

2 


BD109 


Commutazione 

le 

3 A 

T i 

175 °C 

D 

h FE 

100 - 300 

1000 

2 







Rthc 

7 °C/W 


e 

30 - 300 

1000 

2 



SOT-9 







<T 

>30 MHz 

200 

10 



NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

60 V 

P 

: 15 W 


h FE 

100 

500 

10 


BD111 


vert. TV 

vcbo 

60 V 

Tc 

: 75 *C 


e 

5 

500 

5 

20 



le 

10 A 

Tj 

: 150 °C 








TO-3A 


(impulsa dì lOjrt) 

Rthc 

5 °C/W 








NPN 

Ampi. BF e 

VCEO 

180 V 

P 

6 W 


h FE 

60 

50 

100 




video TV 

vcbo 

245 V 

Ta 

50 °C 


*T 

145 MHz 

30 

100 




pilota stadi 

f c 

0,15 A 

con diss. alluminio 







BD115 


Deflessione TV 



30 cm2, spessore 1,5 mm 












Tj 

200 °C 












Rtha 

200 °C/W 








TO-39 




Rthc 

12.5 °CW 








NPN 

Ampi, finale BF 

VCEO 

60 V 

P 

20 Vi 


hFE 

120 

200 

10 


00116 



Vcbo 

80 V 

Tc 

50 °C 


e 

2,3 

200 

10 

20 



'c 

3 A 

Tj 

150 °C 








TO-3A 




Rthc 

5 °C/W 








NPN Ampi. BF 
di potenza 


V C EO ; 60 V 

VcbO : 100 V 


30 W 
25 °C 
150 °C 
3,33 °C/W 


NPN Regolatore di 

tensione 


V CE0 : 60 V 
VcbO ^ 80 v 


R thc = 5 «c/w 


hFE : 90 too 5 

0 : > 1,5 200 10 20 


NPN Finale BF 


P : 15 Vi 

T c : 62,5 °C 

Tj : 175 °C 

Rthc : 7z5°C/W 


h F È * 60 50 5 

ij : 120 MHz 25D 5 


NPN Finale vert. TV 


VcEO : 300 V 
VCBO : 350 V 
IC : 0,15 A 


P : 16,5 W 
T c : 25 °C 
Ti : 175 °C 


h FE : 70 50 20 

f T : 20 MHz 50 20 











40 


Dati Transistori 2 


SIGLA 

TIPO 

• 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

Ha = 25 °C) 


CARATTERISTICHE 

(T* - 25 "CI 

a l c 

(mA| 

V C E 

(VI 


NPN 

Impiego generate di 

Dati tecnici come BD127 eccetto: 


hFE 

50 

50 

20 

BD128 


potenza e 

VCEO 

3&0 V 









SOT-9 

atta tensione 

VCBO 

400 V 








B0129 

NPN 

SOT-fl 


Impiego a dati tecnici come BD128 eccetto 
VCBO - 350 V 


h FE 

>10 MHz 

50 

20 


NPN 

Pilota BF 

VCEO 

45 V 

p 

: 6,5 W 

6 

h FE 

40 - 100 

150 

2 

BD136 


compì. BÙI36 

VCBO 

45 V 

Tc 

: 60 °C 

10 

*FE 

63-160 

150 

2 



'C 

0.5 A 

Ti 

: 125 °C 

16 

hp E 

100- 250 

150 

2 


T0-126 




R lhc : 10 °C/W 


f T 

250 MHz 

50 

5 

BOI 36 

PNP 

TO-126 

Pilota BF 
compì. BD135 

Dati tecnici come 

BD135 eccetto: 


fT ■ 

75 MHz 

50 

5 


NPN 

Pilota BF 

VCEO 

80 V 

p 

: 6,5 W 

6 

h FE 

40 - 100 

150 

2 

BD137 


compì. BD138 

VC80 

60 V 

Tc 

: 60 °C 

10 

hFE 

63 - 160 

150 

2 



'C 

0.5 A 

Ti 

: 125 °C 


*T 

250 MHz 

50 

5 


TO-t26 




Rfhc : 10°C/W 






BOI» 

PNP 

TO-126 

Pilota BF 
compì. BOI37 

Datt tecnici come 

BD137 eccetto: 


h ■ 

75 MHz 

50 

5 


NPN 

Pilota BF 

Dati tecnici come BD137 eccetto: 






BOI 39 


compì. BD140 

VCEO 

80 V 









TO 126 


VCBO 

80 V 









PNP 

Pilota BF 

Dati tecnici come 

BD137 eccetto: 


f T : 

75 MHz 

50 

5 

BD140 


compì. BOI39 

v CEO 

80 V 









TO-126 


VCBO 

80 V 









NPN 

Ampi, finale BF 

VCEO 

120 V 

p 

117 W 


hFE 

20-70 

2000 

4 

BD141 


Commutazione 

VCBO 

140 V 

Tc 

25 °C 







TO-3 


ic 

e a 

Ti 

200 °C 







NPN 

Ampi, tinaie BF 

VCEO 

40 V 

P 

117 W 


hFE 

12,5- 160 

4000 

4 

BD142 


Commutazione 

VCBO 

50 V 

Tc 

25 °C 


U 

1,3 MHz 




TO-3 


ic 

15 A 

T i 

200 °C 







NPN 

Circuiti 

VCER : 

400 V 

P 

8 W 


hFE 

>20 

200 

20 

BD144 


defles*. vert. TV 

(*BE : 

<500 £2) 

Tc 

: 95 °C 



12 MHz 

50 

5 



VCBO : 

400 V 

T i 

: 135 °C 







TO-3 


ic 

0,25 A 

fiche : 5 °C/W 







NPN 

Circuiti 

VCEO 

60 V 

P 

: 15 W 


"FÉ 

>45 

500 

to 

BD145 


defla», orizz. TV 

V C80 

ic 

60 V 

5 A 

Tc 

Ti 

: 100 °C . 

: 175 °C 


»T 

100 MHz 

500 

5 


TO-3 




Rthc : 5 °C/W 







NPN 

Ampi, finale BF 

VceO 

20 V 

P 

23 W 


"PE 

40- 180 

500 

2 

BOI $2 


Commutazione 

VCBO 

40 V 

Tc 

60 °C 


<T 

>0,8 MHz 




SOT-9 


le 

4 A 

T i 

200 °C 
















Dati Transistori 2 


VALORI MASSIMI 

<T, = 25 “CI 


CARATTERISTICHE a l c Vct f 

ITa = 25 “CI ImA) (V) (MHlf 


Impiego a dati Tecnici come BD162 eccetto' 
VCEO • 40 V 
VCBO : 60 V 


NPN Ampi. BF 
dì potenza 

SOT - 9 Commutazione 


60 V P : 37,5 W 

100 V T c : 25 °C 

15 A Ti : 175 °C 


hpE : 20 - 70 4000 4 

f T : >0.8 MHz 


Impiego e dati tecnici come BD191 eccetto; 
VCEO : 40 v 
VCBO : 50 V 


hfE : 1^,5- 1B0 4000 4 

f T : 1,3 MHz 


BD193 

NPN 

SOT-9 

Ampi. BF 
di potenza 
Commutazione 

vceo 

vceo 

ic 

120 V 

140 V 

8 A 

p 

Tc 

Tj 

37,5 W 

25 °C 

175 °C 

hpE : 20- 70 


NPN 

Ampi. BF 

vceo 

300 V 

P 

21,5 W 

hfE : >40 

BD215 


dì potenza 

v CBO 

500 V 

Tc 

25 °C 

f T : IO MHz 


SOT-9 

Commutazione 

le 

0 r 5 A 

T i 

175 °C 



NPN 

Ampi. BF 

vceo 

200 V 

P 

2t,5 W 

hfE ; 40 150 

BD216 


di potenza 

VCBO 

300 V 

Tc 

25 °C 

f T ; 10 MHz 


SOT-9 

Commutazione 

tc 

1 A 

T i 

175 °C 



Ampi, tinaie 
video TV 
Commutazione 

Ampi, finale 
video TV 



V C ES : 160 V P 
\q : 40 mA T c 

Ti 


hFE : >20 10 10 

f T ; 135 MHz 10 10 


hf£ : >30 10 10 

1 T ; 150 MHz 10 10 


R tha : 250 °C/W 


Ampi, video 
per TV color 


VcER : 200 V P 
<R[JE : ^ 1 T c 
l{; ; 80 mA Tj 

Rtha 


3 W 
100 °C 
175 °C 
200 °C/W 


hpE ; >20 60 20 

f x : 120 MHz 20 20 


Ampi, finale 
video TV 


V C EO : 130 V P 
VCBO : 160 V T a 
IC ; 50 mA Tj 

fyhc 


0,59 W 
45 °C 
175 °C 
60 °C/W 


hf£ : >30 10 10 

f T : >80 MHz 10 10 


NPN Ampi. RF AM-FM VqeO = 30 V P 
Ampi. 8F VCBO : 50 V T a 

basso rumore le : 30 mA Tj 

TO-72R 


47-165 
30 mS 
230 MHz 
1 MHz 


1 10 
1 10 
1 io 


NPN Ampi, finale 

TO - 5 video TV 

TO-39 


Vceo : 140 V P : 1,2 W 


hf£ : >25 30 

1 T : 100 MHz 


Ostili. conv.TV-FM V C E0 : 12 V 
VCBO : 30 V 


0.2 W 
125 °C 
200 °C/W 


3 10 

3 10 1 
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Dati Transistori 2 


SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

<T 8 = 25 OC} 


CARATTERISTICHE a 

(T a = 25 oq 


VCE 

IV) 

f 

(MHz| 


NPN 

Ampi. FI - AM 

VCEO : 12 V 

P 

0,2 W 

hFE 

50 

3 

6 


Bf 153 



VcBO : 30 V 

Ti 

125 °C 

fi 

4 

3 

G 

100 




Rthc 

200 °C/W 

Gtr 

44 <IB 

3 

6 

0,47 


TO -106 





f T 

400 MHz 





NPN 

Ampi, pilota 

V C£0 ; 20 V 

P 

0.3 W 

h FE 

50 

10 

10 


BF154 


video TV 

Vceo : M v 

Tj 

125 °C 

e 

4 

2 

10 

100 


TO -105 



R thc 

125 °c/w 

f T 

400 MHz 





NPN 

OscilL conv. UHF 

VqeO : 40 V 

P 

175 mIN 

h FE 

?Q 

2.5 

12 


BF155 



VCBO ‘ 40 V 

Ti 

175 °C 

e 

6 

2.5 

12 

100 


TO-72 


le : 20 mA 

Rthc 

580 °C/W 

>T 

400 MHz 





BF156 

NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

: 120 V 

P : 0,8 W 

TO - 5 

video TV 

v CBO 

: 120 V 


BF1S7 

NPN 

Ampi. finale 

VCEO 

: 150 V 

P : 0.8 W 

TO - 5 

video TV 

VCBO 

: 150 V 



BF 158 

NPN 

TO-106 

Ampi. FI-TV 

VcEO 

VCBO 

12 V 

30 V 

P : 0,2 W 

Tj : 125 °C 

Rthc = 200 °C/W 

hFE 

fi 

Gtr 

f T 

50 

B 

26 dB 

600 MHz 

4 

5 

5 

IO 

IO 

IO 

100 

40 


NPN 

Ampi. FI -TV 

VcEO 

20 V 

P : 0,2 W 

hFE 

50 

4 

10 





v CBO 

40 V 

Tj : 125 °C 

P 

8 

5 

10 

100 

BF159 





R thc : 200 °C/W 

Gir 

26 dB 

5 

10 

40 


TO -106 





*T 

600 MHz 





NPN 

Ampi. FI 

VCEO 

12 V 

P : 0.2 W 

hFE 

50 

3 

10 




pei AM - FM 

VCBO 

30 V 

Tj : 125 °C 

fi 

6 

3 

10 

100 






R lhc : 200 °C/W 

Gtr 

32 dB 

3 

8 

10.7 


TO -106 





f T 

400 MHz 





NPN 

OsciN.oonv UHF 

VCEO 

50 V 

P : 175 mW 

hFE 

: 60 

3 

10 





VCBO 

50 V 

Tj : 175 °C 

0 

: 5,5 

3 

10 

100 

BF101 



■c 

20 mA 

R thc : 580 °C/W 

°UM 

: 12 dB 

1,5 

24 

eoo 


TO-72 






: 350 MHz 





NPN Ampi. RF-FI e V C £0 40 V P : 0,2 V» hFE : ™ 4 

BF162 «sciti. v CBO : 40 V T j ; 125 ° c f T • 400 MHz 

T0-106 R thc :200 °C/W 



NPN 

Ampi. FI per TV 

VCEO ^ « V 

P ; 0,2 W 

hFE 

: 70 

4 

10 




AGC 

VcBO : 40 V 

Tj : 12S °C 

0 

6 

4 

10 

100 

BF163 




H thc : 200 °C/W 

g um 

30 dB 

4 

10 

40 


TO-106 




<T 

: 400 MHz 





NPN Impiego VcEO : 40 V P : 175 mW 

generale ftF v CBO ; 40 V Tj : 175 °C 

R thc : 560 °C/W 

TO-72 


hFE • 50 2,5 12 

0:5 2,5 12 100 

Gu M : 16 dB 3 10 200 

i T : 300 MHz 


NPN Ampi. RF-FI 

BF1«7 per TV 

stadio controllato 


VcEO : 30 v 
V CB 0 : 40 V 

tC : 25 mA 


P 

0,13 W 

HFE 

57 

4 

10 


T a 

45 °C 

Vfe 

105 mS 

4 

10 

35 

Tj 

175 °C 

Gum 

42 dB 

4 

10 

35 

R?hc 

650 °C/W 

f T 

350 MHz 

4 

to 



TO-72R 


















Dati Transistori 2 


SIGLA 

TIPO 

e IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

a >C Vce 

t 


CONT. 

(T a s 25 oc) 

<T a = 25 oci 

(mA) IV) 

(MHz) 



NPN 

FYeampI video TV 

v CEO 

30 V 

P 

0.3 W 

0 : 200 500 

2 

5 


BF169 



veno 

50 V 

Tj 

175 OC 

f T : 250 MHz 

2 

5 



TO 18 


'c 

50 mA 

R thc 

200 °C/W 





BF169R 

NPN 


Impiego 

e dati tecnici come BF169 eccetto; 






RO no 




T i ^ 

25 U C 






NPN 

Preampi. video TV 

v CEO 

30 V 

P 

175 mW 

hfE ^ 90-330 

1 

10 


BF169A 



VCBO 

30 V 

Tj 

175 °C 

f T : 250 MHz 

1 

10 



TO ■ 72 R 


le 

30 mA 

R thc 

500 °C/W 






NPN 

Preampl. video TV 

VCEO 

30 V 

P : 0,3 W 

hpE ' >90 

1 

10 


BF169RA 



V C BO 

30 V 

T; ■ 125 °C 

t T 250 MHz 

1 

IO 



RO - Il OR 


le 

30 mA 








NPN 

Afr>pl. uscita FI 

VCEO 

25 V 

P 

0.26 W 

hpf : 88 

7 

10 




video TV 

VCBO 

40 V 


45 °C 

Vf e : 145 mS 

7 

10 

35 

BF173 



•c 

25 mA 

aletta n. 2 

^um 42,5 dB 

7 

10 

35 






Tj 

175 OC 

t T i 550 MHz 

5 

10 



TO-72R 




R tha 

0,65 °C 






NPN 

Ampi, finale video 

VCEO 

150 V 

P 

0.8 W 

h FE ' 70 

10 

50 


BF174 



VCRO 

150 V 

T i 

200 °C 

0 : 4 

10 

50 

20 


TO-39 


'c 

0.1 A 

R thc 

58 °C/W 






NPN 

Ampi. Fi per TV 

VCEO 

40 V 

P 

175 mW 

h FE 70 

2,5 

12 


BF175 


AGC 

VCBO 

40 V 

T i 

175 °C 

0 : 5 

2,5 

12 

100 


TO 72 




R thc 

583 °C/W 

G um . 30 dB 

4 

12 

40 


NPN 

Ampi. FI per TV 

VCEO 

40 V 

P 

0,25 W 

hFE : 55 

10 

IO 


BF17B 



VCBO 

40 V 

T i 

125 °C 

0 : 4,5 

10 

10 

100 


TO 105 




R thc 

200 

G UM : 30 dB 

10 

10 

36 


NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

60 V 

P 

0.6 W 

hFE : >10 

15 

10 




video TV 

VCBO 

100 V 

Ta 

65 °C 

f T 120 MHz 

10 

IO 


BF177 

TO - 5 


'c 

50 mA 

T i 

200 °C 






TO-39 




R thc 

45 °C/W 






NPN 


Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: 





BFt78 

TO -5 


VCEO 

110 V 








TO-39 


v CBO 

160 V 








NPN 


Impiego 

e dati tecnici come BF177 eccetto: 










P 

0,5 W 





BF178T 

TO - 5 




T a 

65 °C 






TO-39 




R thc 

75 0 C/W 






NPN 


Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: 





BF179 

TO-5 


VCEO 

115 V 








TO-39 


VCBO 

250 V 








NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

115 V 

P 

1.7 W 

hFE ; >20 

20 

15 




video TV colore 


160 V 

T c 

125 °C 

f T : 120 MHz 

10 

10 


BF179A 

TO-5 


'c 

50 mA 

T i 

20B °C 






TO-39 




R t*ia 

220 °C/W 
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Dati Transistori 2 


SIGLA 

TIPO 

e 

CO NT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

|T a ^ 25 OC) 

CARATTERISTICHE a 

|T a = 25 °C) 

le 

(mA) 

Vcs 

(VI 

f 

(MHz) 


NPN 


Impiego e dati tecnici comeBFl79 eccetto: 






BF179B 

TO-E 


V C BO : 220 V 









IO-39 











NPN 


Impiego e dati tecnici come BFt79 eccetto: 






BF179C 

TO'5 


VCBO = 250 V 

P 

0,6 W 







TO-39 











NPN 

Ampi, RF 

VcEO : 20 V 

P 

150 mW 

hFE 

45 

2 

10 


BF180 


UHF-VHF 

VCBO : 30 V 

T i 

175 °C 

g um 

12 dB 

2 

10 

900 


TO-72 


IC : 20 mA 



f T 

675 MHz 

2 

10 



NPN 

Oscill. conw. UHF 

Dati tecnici come BF18Q eccetto: 

hFE 

29 

2 

10 


BF181 






Gum 

11 dB 

2 

10 

900 


TO-72 





<T 

600 MHz 

2 

10 



NPN 

Osci II. conv. 

VcEO ; 20 V 

P 

150 mW 

h FE 

20 dB 

2 

10 




VHF-UHF 

VCBO : 25 V 

Ti 

: 175 °C 

Vfb 

18 mS 

2 

10 

900 

BF 182 



Iq ; 15 mA 



g um 

11 dB 

2 

10 

900 


TO-72 





f T 

650 MHz 

2 

10 



NPN 


Impiego e dati tecnici come BF182 eccetto: 

hFE 

25 

3 

10 


BF183 






°UM 

13 dB 

3 

10 

900 


TO-72 





f T 

800 MHz 

3 

10 



NPN 

Ampi. RF - FI 

VCEO ■ 20 v 

P 

: 145 mW 

hFE : 

75-750 

1 

10 


BF 184 


per AM-FM 

VCBO : 3° v 

T u 

: 45 °C 

Vie : 

35 mS 

1 

10 

100 


TO-72R 


IC : 30 mA 

T i 

: 175 °C 

f T : 

300 MHz 

1 

10 



NPN 


Impiego e dati tecnici come BF184 eccetto: 

*>FE : 

34 140 

1 

10 


BF185 






yfe : 

33 mS 

1 

10 

100 


TO-72R 





f T ' 

220 MHz 

1 

10 



NPN 

Ampi, finale 

VCER 

P 

: 2,75 W 

hFE - 

>20 

40 

20 




di luminanza 

(R eE :<SlkSll 

T c 

: 145 °C 

f T ■ 

120 MHz 

10 

10 


BF 186 



VCBO : 190 V 

Ti 

: 200 °C 







TO-39 


|q . 60 mA 

Rtha : 200 °C/W 







NPN 

Ampi. RF - FI 

VcEO : 20 V 

P 

: 0,22 W 

hFE : 

115 

1 

10 


BF194 

MM-12R 

oscill. per AM - FM 

v CBO ; 30 v 

Ti 

: 125 °C 

Vfe : 

35 mS 

1 


35 


SOT-25R 


IC : 30 mA 



f T : 

260 MHz 

1 

10 



NPN 


Impiego e dati tecnici come 8F194 eccetto: 

h FE : 

67 

1 

10 


BF195 

MM-12R 





Vfe 

31 mS 

1 

10 

100 


SOT-25R 

- 




f T i 

200 MHz 

1 

10 



NPN 

Ampi. FI - TV 

VcEO ■ 30 v 

P 

: 0,25 W 

h FE 

: >20 

6 

2 




GAG 

VcBO : 49 V 

Ti 

: 125 °C 

Vfe 

: 100 mS 

4 

10 

45 

BF196 

MM-12R 


IC : 25 mA 



G UIW 

: 39 d8 

4 

10 

45 








: 400 MHz 

4 

10 



SOT-25R 









_ 


NPN 

Ampi, uscita FI 

VCEO ^ 2S V 

P 

: 0.25 W 

h FE 

: >38 

7 

10 





VCBO : V 

T) 

: 125 °C 

Vfe 

: 155 mS 

7 

10 

45 

BF197 

MM-12R 


IC : 25 mA 



g um 

: 41 dB 

7 

IO 

45 


SOT-25R 





'T 

: 550 MHz 

5 

10 



k 


















Dati Transistori 2 


4 


SIGLA 

TIPO 

'IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE a 

le 

V C E 

f 


CONT. 

<T 3 = 25 °C) 


(T a = 26 °C) 

ImA) 

(V) 

(MHz) 


NPN 









BF198 

TO-92H 


Impiego e dati tecnici come BF196 







MM- 1IR 










NPN 









BF199 

TO - 92 R 


Impiego e dati tecnici come BF197 







MM 11 R 










NPN 

Ampi. VHF 

V C EO 20 V 

P 0,15 W 

h FE 

: 30 

3 

10 


BF2Q0 



V C BO : 30 V 

Tj : 175 °C 

Vfe 

: 56 mS 

2 

10 

100 



*C : 20 mA 


g um 

22 d6 

3 

10 

200 


TO -72 




f T 

: 650 MHz 

3 

10 



NPN 

Oscill. conv. UHF 

VCEO : 20 V 

P 0,2 W 

hFE 

: 70 

2 

10 


BF206 



VCBO : 30 V 

Tj 175 °C 

Gr 

20 dB 

2 

10 

200 


TO -72 


Iq ; 20 mA 

R,h c : 400 ,J C/W 

't 

: 500 MHz 

2 

10 



NPN 

Ampi. FI 

vceo • 30 V 

P . 0.15 W 

hFE 

80 

4 

10 


BF207 


video TV 

VCBO : 40 V 

Tj : 175 °C 

Vfe 

95 mS 

A 

10 

36.6 


stadio controllato 

le ' 25 mA 


g um 

: 42 dB 

4 

10 

36,6 


TO-72R 




<T 

: 400 MHz 

4 

10 



NPN 


Impiego c dati tecnici come BF20? eccetto 






BF207R 

RO -11 or 



P : 0,3 W 







NPN 

Ampi. FI 

V C EO V 

P : 0.23 W 

hFE 

100 

7 

10 


BF2O0 


video TV 

VCBO : 40 v 

Iq ; 25 mA 

Tj : 175 °C 

Vfe 

g um 

145 mS 

: 43 dB 

7 

7 

10 

10 

36.6 

36.6 


TO-72R 




f T 

600 MHz 

7 

10 



NPN 


Impieqo e dati tecnici come BF2Q0 eccetto 






BF20BR 

RO - 110R 



P 0,3 W 







NPN 

Ampi. RF per UHF 

v CEO : 20 V 

P : 0,2 W 

hFE 

80 

2 

10 


BF212 

TO - 72 


v CBO ; 30 V 

Iq : 20 mA 

T, : 175 °C 

( T 

600 MHz 





NPN 

Conv. UHF 

Dati tecnici come BF212 eccetto: 

hFE 

50 

2 

10 


BF213 

TO - 72 




'T 

550 MHz 

1 

10 



NPN 

Oscilf. conv, 

VCEO ; 30 V 

P : 165 mW 

hFE 

90-33Q 

1 

10 


BF214 


per OM - OC 

v CB0 : 30 V 

Tj : 175 °C 

Vfe 

35 rr»S 

1 

10 

10,7 

TO-72R 

Ampi. FI 
per AM - FM 

le : 30 mA 

R thc : 500 °C/W 

f T 

250 MHz 

1 

10 



BF215 

NPN 

Preampl. RF 

Dati tecnici conte 

BF214 eccetto: 

hFE 

40-165 

1 

10 


TO-72R 

oscill. conv. per FM 



Vfb 

33 mS 

1 

ro 

100 


NPN 

Ampi. RF 

VCEO ' M V 

P : 175 mW 

hFE 

: 60 

2 

7 


BF222 


conv. FM 

v CB0 : 50 v 

Tj : 175 OC 

p 

: 4 

2 

7 

100 


TO- 72 


Iq : 20 mA 

Rthc - 577 “C/W 

g um 

20 dB 

4 

5 

100 


NPN 

Ampi. FI 

VCEO = 25 V 

P : 0,35 W 

hFE 

>40 

15 

10 

36 

BF223 

SOT-25R 

per TV colore 

V C BO • 35 V 

Tj : 140 °C 

Vfe 

200 mS 

7 

10 


MM-12R 


le : 40 mA 

Rthc : 230 °C/W 

*T 

750 MHz 

5 

10 
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SIGLA 

TIPO 

« IMPIEGO 

CONT. 

VALORI MASSIMI 

lT a = 25 °CI 

CARATTERISTICHE a 

IT, = 25 oC| 

le 

(mA) 

V C E 

IV) 

f 

(MHz) 


NPN Ampi. FI 

VcEO : 25 v 

P : 50 mW 


h FE 

100 

3 

10 


Bf 22? 

video TV 

vceo • 40 v 

T a : 45 OC 



80 mS 

3 

10 

36 


TOM-23R 

Iq : 25 mA 

Tj : 125 °C 


>T 

600 MHz 

3 

10 



NPN Ampi- pilota 

vceo 80 v 

P : 50 mW 


h FE 

>30 

2 

10 


BF228 

per nixie 

VCBO ? V 

T a : 45 °C 


<T 

>50 

10 

10 



TOM 23 

le : 50 mA 

Tj : 125 °C 








NPN 

Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto 







BF229 



P 50 mW 








TOM- 23 R 


T a : 45 OC 








NPN 

Impiego e dati tecnici come BF195 eccetto 







BF230 



P . 50 mW 








TOM-23R 


T a : 45 OC 








NPN Ampi. FI 

Vceo 25 v 

P : 0.23 W 


»FE 

>30 

7 

10 


BF23 2 

vìdeo TV 

VcBO 48 V 

Tj : 175 OC 


<T 

600 MHz 

10 

10 



TO-72R 

IC : 30 mA 

Rthc : 350 °C/W 








NPN Oscill.conv. 

vceo : 30 v 

P : 0.3 W 

2 

h FE 

40- 70 

1 

10 



per 0M- OC 

VCBO ; 30 V 

Tj : 125 °C 

3 

h FE 

60-100 

1 

10 



Ampi. FI 

Iq : 30 mA 


4 

hFE 

90-150 

1 

to 


BF233 

per AM - FM 



5 

h F E 

140 - 220 

1 

10 






6 

h FE 

200 - 350 

1 

10 







Vfe 

33 rnS 

1 

10 

10.7 


RO-110R 




»T 

250 MHz 

ì 

10 



BF234 Impiego e dati tecnici come BF233 eccetto: hpE : 90- 330 1 10 

on iino 


BF235 

NPN 

RO -110R 

Preampl. HF 
ascili. conv. FM 

Dati tecnici come BF233 eccetto : 

hFE 

40- 165 

1 

10 


BF240 

NPN 

TO-92R 

MM-11R 

Ampi. RF 
per AM - FM 

Vceo 4 o v p 

VCBO : 40 V T 

le : 25 mA 

: 225 mW 

125 °C 

HFE 

Vfe 

'T 

67 220 

75 mS 

430 MHz 

2 

1 

10 

10 

10.7 


NPN 

Ampi. RF 

Vceo ■ 40 v p 

: 225 mW 

h FE 

36- 125 




BF241 

T0-92R 

per AM e 

VcbO : 40 v T 

: 125 °C 

Vfe 

75 mS 

2 

10 

10.7 


MM-11R 

FM-AGC 

l c : 25 mA 


<T 

400 MHz 

1 

10 



NPN 









BFZ54 

TO-92R 


Impiego e dati tecnici 

come BF 154 







MM-11R 










NPN 









BF255 

TG-92R 


Impiego e dati tecnici 

come BF195 







MM-11R 










NPN 

Ampi, finale 

vceo : i«o v r 

: 5 W 

hFE 

>25 

30 

10 


BF257 


video TV 

ic ; o.i a r 

: 25 OC 

f T 

110 MHz 

30 




TO - 39 


T 

125 °C 




_ 



L 
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SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

(T a = 25 OC) 

CARATTERISTICHE 

a B = 25 ©CI 

3 le 
(mA) 

V CE 

IVI 

1 

(MHz) 


NPN 

Ampi, finale 

v CEO 

250 V 

P : 

5 W 

^FE 

>25 

30 

10 


BF2S8 

T0 -39 

video TV 

'C 

0.1 A 

T c : 25 °C 

Tj : 125 °C 

<T 

110 MHz 

30 




NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

3 DO V 

P : 

5 W 

h FE 

>25 

30 

10 


BF259 

TO 39 

video TV 

le 

0.1 A 

T c : 25 OC 

Tj :125°C 

'T 

110 MHz 

30 



BF260 

NPN 

Preampl. VHF 

VCBO 

45 V 

P : 0,15 W 

hFE 

70 

1 

6 


TO-72R 

CAG 

'c 

50 mA 

Tj 175 oc 

( T 

800 MHz 




BF261 

NPN 

Ampi FI 

Dati tecnici come 

6F26Q eccetto: 

f T : 730 MHz 




TO-72R 

CAG 

VCBO 

40 V 









NPN 

Ampi FI per TV 

Veto 

40 V 

P 

0.150 W 

h FE 

45 

3.5 

10 


BF270 


stadio controllato 

VCBO 

40 V 

T i 

175 oc 

? 

6 

3,5 

10 

100 


TO 72R 


'c 

20 mA 

R thc 

750 °C/W 







NPN 

Ampi. FI -TV 

VCEO 

40 V 

P 

0.24 W 

h FE 

75 

10 

15 


0F271 



VCBO 

40 V 

T i 

175 °C 

0 

10 

10 

15 

100 


TO-72R 


•c 

30 mA 

R thc 

375 OC/W 







NPN 

Osc.il! . conv 

VCCO 

40 V 

P 

0,150 W 

h FE 

50 

1 

7 


BF287 


per AM 

VCBO 

40 V 

T i 

175 oc 

e 

6 

1 

7 

100 

TO - 72R 

Ampi. FI 
per AM-FM 

'c 

20 mA 

R thc 

760 °C/W 








NPN 

Àmpi. FI 

Dati tecnici come 

BF26? eccetto: 

l’FE 

90 

1 

7 


BF288 

TO 72R 

per AM-FM 

stadio controllato 





e 

5 

1 

7 

100 


NPN 

Ostiti, conv. UHF 

Dati tecnici come RF2S7 eccetto: 

h FE 

60 

3 

10 


fa F 290 

TQ-72R 






e 

9 

3 

10 

100 


NPN 

Pilota video 

VCEO 

40 V 

P 

0,36 W 

a hfe 

105 

2 

10 




Elaboratore di 

VCBO 

50 V 

Ti 

200 oc 

B h F£ 

170 

2 

10 


BF291 


segnali di colore 

*c 

0,1 A 

R thc 

146 °C/W 

0 

3,8 

10 

10 

100 








*on 

28 

50 

30 



TO - IH 






*cff 

237 ns 

50 

30 



NPN 

Uscita video 

v CEO 

150 V 

P 

0,8 W 

hFE 

70 

10 

50 


BF292A 

TO • 5 

alta tensione 

v CBO 

150 V 

T i 

200 °C 

0 

3,3 

10 

60 

2tì 


TO - 39 


'c 

0.1 A 

R thc 

35 °C/W 







NPN 


Impiego 

e dati tecnici come 8F292A eccetto: 






BF282B 

TO - 6 


VCEO 

190 V 









TO - 39 


VCBO 

190 V 









NPN 


impiego e dati tecnici come BF292A eccetto: 






BF292C 

TO- 5 


VCEO 

220 V 









TO - 39 


VCBO 

220 V 








BF302 

NPN 

Ampi. FI 

VCBO 

40 V 

P : 0.15 W 

hFE 

35- 125 

1 

6 


TO-72R 

per AM-FM 

le 

50 mA 

T i : 

175 “C 

*T 

650 
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SIGLA 

TIPO 

e 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

|T, = 25 oc) 


CARATTERISTICHE a 

IT a = 25 °CI 

>C 

(mA) 

V C E 

(V) 

f 

(MHzl 


NPN 

Ampi. Fi per AM 

V CB 0 ^ 

40 V 

P 

0,15 W 


110 - 220 

I 

6 



TO-72R 


►c 

50 mA 

T i 

175 °C 

*T 

500 MHz 





NPN 

Ampi. RF per VHF 

VCBO : 

40 V 

P 

0,15 W 

h FE 

35 - 120 

i 

6 



TO-72R 


le 

50 mA 

T i 

175 °C 


500 MHz 





NPN 

Ampi, finale 

V C BO : 

IB5 V 

P 

0,6 W 

h FE 

20 




BF305 


vìdeo TV 

•c 

0,1 A 

T, 

66 °C 

<T 

100 MHz 





TO-39 




Tj 

200 °C 







NPN 

Ampi. Fi 

v CEO : 

25 V 

P 

0,175 mW 

hFE 

37 

7 

10 


BF306 


video TV 

VCBO : 

40 V 

T i 

175 °C 

<T 

1000 MHz 





TO 72 R 


'c 

25 mA 









NPN 

Ampi. FI - TV 

Veto 

30 V 

P 

0,24 W 

bfe 

>28 

4 



0F31O 



le 

25 mA 

Ta 

45 °C 

Vfe 

>80 mS 

4 




TO -92 






( T 

<580 MHz 

1 




NPN 

Ampi. FI ■ TV 

VcEO 

25 V 

P 

0,28 W 

h FE 

>40 

15 



BF311 



'c 

40 mA 

Ta 

45 °C 

Vfe 

>155 mS 

7 




TO-92R 






't . 

750 MHz 

5 




NPN 

Ampi conv. 

VCEO 

30 V 

P 

0,24 W 

hFE 

>2B 

4 

10 


BF314 


per VHF 

‘c 

25 mA 

Ta 

45 °C 

Vfe 

36 mS 

1 

>0 



TO 92 






't 

<580 MHz 

1 

10 


BF329 

NPN 


Impiego 

e dati tecnici come BF196 







SOT 25 R 











BF330 

NPN 


Impiego e dati tecnici come BF197 







SOT-25R 












NPN 

Conv. oscill. AM 

VCBO 

30 V 

P 

0.25 W 

h F£ 

65 - 220 

1 

10 


BF332 

SOT -25R 


•c 

30 mA 

Tj 

125 OC 

>T 

600 MHz 





NPN 

Ampi, FI 

Dati tecnici come 

BF332 eccetto: 

hFE 

35 - 120 

t 

10 


BF333 

SOT-25R 






f T 

400 MHz 





NPN 

Ampi. FI 

VCEO 

30 V 

P 

: 0,25 W 

HFE 

65 220 

1 

10 


BF334 


per AM-FM 

VCBO 

40 V 

T, 

: 125 °C 

Vfe 

36 mS 

I 

10 

10,7 


SOT-25R 


’c 

25 mA 



'T 

430 MHz 

1 

10 



NPN 


Impiego e dati tecnici come BF334 eccetto 

h F E 

35 - 125 

1 

10 


BF336 

SOT - 25 R 






<T 

370 MHz 

1 

10 



NPN 

Ampi, finale 

V C E0 

180 V 

P 

3 W 

hFE 

>20 

30 

10 


BF336 


video TV 

VCBO 

t85 V 

Tc 

: 140 °C 

fT 

>80 MHz 

30 

20 





•c 

□,1 A 

Tj 

200 °C 







TO-39 




R th a : 220 °CA N 







NPN 


BF337 


TO-39 


Impiago e dati tecnici come BF335 eccetto: 
VcEO • 200 v 
VCBO : 250 V 
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SIGLA 

TIPO 

e IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

3 le 

VCE 


CONT. 

(T a - 25 OC) 

{T a = 25 oci 

(mA) 

IV) 



NPN 


impiego e dati tecnici come BF336 eccetto. 





BF338 



VCEO 

225 V 








TO-39 


VCBO 

300 V 








NPN 

Ampi. RF - FI 

VCEO 

30 V 

P 0,15 W 

h FE 

90 220 

1 

10 

6F344 



VCBO 

3Q V 

T. : 175 °C 

<T 

500 MHz 




T0-18R 


'c 

50 mA 







BF345 

NPN 

TO - 1BR 


Impiego e dati tecnici come BF344 eccetto: 

h FE 

40 115 

1 

10 


NPN 

Ampi, uscita 

VCBO 

310 V 

P . 0,6 W 

hFE 

20 



BF390 


TV colore 

le 

0,1 A 

Ta : 

65 °C 

<T 

120 MHz 




TO 39 




T, , 175 °C 






NPN 

Ampi. RF 

VCEO 

20 V 

P 

0,3 W 

hFE 

>35 

10 

10 

BFY37 


Ose il. VHF 

VCBO 

25 V 

T, 

175 °C 

*T 

>200 MHz 

10 

10 


TO -18 


•c 

0,1 A 

R thc 

150 °CAiV 






NPN 

Ampi RF 

VCEO 

25 V 

P 

0.3 W 

1 hfE 

35-110 

10 

10 



Osci II. VHF 

VCBO 

46 V 

Tj 

175 °C 

2 h F E 

100 200 

10 

10 

BFY39 



le 

0,1 A 

R thc 

150 °C/W 

3 dFE 

180 - 400 

10 

10 








J3 

180- 400 

1 

10 


TO -18 






'T 

150 MH2 

10 

10 


NPN 

Ampi, finale 

V CER 

120 V 

P 

0,8 W 

h FE 

>35 

50 

10 

6FY41 


video TV 

IURE 

<?50fì) 

Tj 

200 D C 







VCBO 

120 V 

R thc 

58 °C/W 






TO - 39 


<c 

0.6 A 








NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

140 V 

P : 0,8 W 

hFE 

>25 

10 

10 

BFY43 


video TV 

v CBO 

140 V 

Tj : 175 °C 

•t 

60 MHz 

10 

10 


TO-39 


'c 

0,1 A 








NPN 

Impiego generale 

VCEO 

35 V 

P 

0,8 W 

h FE 

55 

150 

6 

BFY50 

TO - 5 

Commutazione 

VCBO 

B0 V 

T i 

200 °C 

p 

45 

10 

6 


TO 39 


'c 

1 A 

R thc 

35 °C/W 

<T 

100 MHz 

50 

6 


NPN 

Impiego generale 

VCEO 

30 V 

P 

0.8 W 

hFE 

70 

150 

6 

BFY51 

TO 5 

Commutazione 

VCBO 

60 V 

T , 

200 °C 

e 

60 

10 

6 


TO-39 


•c 

1 A 

R thc 

35 °C/W 

<T 

110 MHz 

50 

6 


NPN 

Impiego generale 

VCEO 

20 V 

P 

0.8 W 

hFE 

130 

150 

6 

BFY&2 

TO 5 

Commutazione 

VCBO 

40 V 

T| 

200 °C 

(3 

120 

10 



TO-39 


'c 

1 A 

R thc 

35 °C/W 

f T 

120 MHz 

50 

6 


NPN 

Ampi, RF 

VCEO 

32 V 

P 

0,3 W 

hFE 

>35 

50 

5 

BSX24 


Oscill. VHF 

VCBO 

32 V 

Tj 

176 °C 

f T 

200 MHz 

10 

10 


Commutazione 

•c 

0,1 A 

R thc 

150 °C/W 

l an 

25 ns 

10 

10 


TO 18 






t qff 

400 ns 

IO 

IO 


NPN 

Oscill. conv. 

v CEO 

25 V 

P 

0.8 W 

h FE 

50 

1 

10 

BSY51 


per OM-OC 

VCBO 

60 V 

Tj 

200 °C 

0 

30 - 100 

1 

5 


TO-39 

Commutazione 

'c 

0,5 A 

R thc 

58 °C/W 

<T 

100 MH2 

60 

10 











---- 
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SIGLA 

TIPO 

e 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

CARATTERISTICHE 

a le 

VCE 

CO NT. 

Oa 

- 25 



(T a = 25 °C) 

|mA) 

(V) 


NPN 


Impiego e dati tecnici come BSY51 eccetto: 

l>FE 

100 

1 

10 

BSY52 






/ 

« 

50 - 2DO 

1 

5 


TO-39 






'T 

130 MHz 

■ 50 

10 


NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

60 V 

p 

15 W 

Ree 

100 

500 

10 

BU100 


orizz. TV 

VCBO 

150 V 

T c 

75 °C 






TO-3A 


<C 

10 A 

T i 

150 






NPN 

Ampi, finale 

VCEO 

150 V 

P 

25 W 

*FE 

110 

1000 

5 

BUI 02 


orizz. TV 

v CB0 

4 DO V 

Tc 

too°c 

*011 

0.66 MS 




TO-3A 


ic 

7 A 

T i 

150 °C 

T off 

1,1 MS 




NPN 

Finale vert. TV 

VCER 

120 V 

P 

30 W 

h f£ 

50-200 

200 

10 

BU103 



(Rbe 

220 

T C 

25 °C 

f T 

100 MHz 

100 

10 


TO -65 


VCBO 

120 V 

T i 

175 °C 






NPN 

Finale orizz. TV 

VCEX 

400 V 

P 

B5 W 

h FE 

10-50 

5000 

3.5 

BUI 04 



VCBO 

400 y 

Tc 

25 °C 

*T 

10 MHz' 

500 

10 


TO-3 


le 

7 A 

Ti 

200 °C 






NPN 

Defless. orizz. TV 

VCER 

750 V 

P 

10W 

hFE 

S 

800 

5 

BU105 



(Re e 

<100 ni 

Tc 

90 °C 

*T 

7,5 MHz 

100 

5 



VCBO 

750 V 

T i 

115 °C 






TO-3 


le 

2,5 A 








NPN 

Deflesi. orizz. 

VCER 

750 V 

P 

12.5 W 

h FE 

4 

4000 

5 

BU108 


TV colore 

(BbE 

<100 sii 

T c 

95 °C 

*T 

7 MHz 

100 

5 



VCBO 

750 V 

Ti 

115 Q C 






TO-3 


'C 

5 A 








NPN 


Impiego e dati tecnici come BUI04 eccetto: 





BU109 



VCEX 

: 330 V 








TO-3 


VCBO 

: 330 V 








NPN 

Finale orizz. 

VCEX 

: 550 V 

P 

85 W 

h FE 

>7 

6000 

2 

BU112 


TV colore 

VCBO 

: 550 V 

Tc 

25 °C 






TO-3 


'C 

: 10 A 

Ti 

200 °C 





BU113 

NPN 


Impiego e dati tecnici come BU112 accatto : 





TO-3 


VCEX 

: 700 V 








NPN 

Defless. orizz. 

VCER 

600 V 

P 

50 W 

h FE 

20-100 

5000 

5 

BU115 


TV colore 

(Rbe 

<10 ft) 

Tc 

75 °C 







VCBO 

800 V 

T i 

150 °C 






TO-3 


'c 

15 A 






___ 


NPN 

Commutazione 

Dati tecnici come 

BU115 eccetto: 





BU116 



VCER 

: 300 V 








TO-3 


VCBO 

r 400 V 








NPN 

Ampi, pilota 

Dati tecnici come BU115 eccetto: 





BU117 


orizz. TV colore 

V CER 

: 200 V 








TO-3 


VCBO 

: 250 V 






_ „ 


NPN 

Chopper TV 

VCEO 

; 250 V 

p 

50 W 

hFE 

35- 165 

1000 

5 

BU120 


VCBO 

: 400 V 

Tc 

75 °C 

<T 

10 MHz 




TO-3 


ic 

: 5 A 

Tj 

150 °C 
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SIGLA 

TIPO 

« 

CONT. 

impiego 

VALORI MASSIMI 

tT» = 25 °CI 

CARATTERISTICHE 

(T a = 25 OC) 

a le 

(mA) 

V C E 

IV) 

f 

(MHz) 


npn 

Ampi, finale 

VcEO ■ 200 V 

P : 50 mW 


5FE 

>7 

6000 

5 


BU121 


orizz. TV 

VCBO ■ 320 V 

T c . 75 °C 


f T 

6 MHz 





TO-3 


l c : 10 A 

Tj : 150 “C 








NPN 

Ampi, finale 

VCEO ; 150 V 

P : 50 W 


h F E 

25-250 

1000 

5 


BUI 22 


veri, TV 

VCBO ■ 250 V 

T c : 75 °C 


*T 

10 MHz 





TO-3 


IC : 5 A 

Tj : 150 °C 








NPN 

Ampi, finale BF 

VcEO : 120 V 

P ; 50 W 


hFE 

25-250 

1000 

5 


BU123 


alta tensione 

VCBO ^ 180 V 

T c : 75 °C 


f T 

10 MH- 





TO-3 

Commutazione 

IC : 5 A 

Tj : 150 °C 








NPN 

Defless. orizz. TV 

VCEO : 300 V 

P : 30 W 


'T 

6 MHz 

200 

10 


BU12G 



veex • 750 v 

T c : 50 °C 








TO-3 


le : 3 A 

Tj : 125 °C 








NPN 

Ampi, finale 

VCEX ; 400 v 

P : 25 W 


HFE 

>20 

3000 

1,5 


BUI 29 


orizz. TV 

IC : 5 A 

T c : 100 °C 


<T 

10 MHz 





TO-3 



Tj : 150 °C 








PNP 

Impieghi 

VcES 70 v 

P : 0,15 W 


S : 

50-600 

6 

12 


SFT162 


generali AF 

VcBO : 70 v 

Tj ; 100 °C 


f T : >70 MHz 

6 

12 



TO-1 

alta tensione 

l c ; IO mA 

R, hc : 300 °C/W 








PNP 

Preampl. video TV 

VcEO : 16 V 

P : 0,15 W 


P : 

700 

4 

9 


SFT163 



Vqbo : 3 2 v 

Tj : 100 °C 


<T ■ 

140 MHz 

4 

9 



TO - 1 


le . : 10 mA 

R t hc : 300 0 C7W 








PNP 

Ampi. BF 

V C ER : 60 V 

P : 45 W 


hFE 

>15 

6000 

1 




di potenza 

|Re£ : 220 lì) 

T c : 25 °C 

Y 

hFE 

30- 70 

2000 

2 


SFT211 



V C BO : SOV 

Tj : 95 °C 

X 

hFE 

50-100 

2000 

2 





l C : 6 A 



’p 

8 khz 

500 

14 



TO-3 





»T 

0,6 MHz 

500 

14 



PNP 

Ampi BF 

VCER - 40 v 

P : 45 W 


hFE 

>20 

3DOO 

2 




di potenza 

|R BE : 220 £11 

T c : 25 °C 

Y 

hFE 

30- 70 

2000 

2 


SFT213 



VCBO : 40 v 

Tj : 95 °C 

X 

hFE 

50- 100 

2000 

2 





IC ■ 3 A 



n 

50 

1000 

5 



TO-3 





’p 

e khz 

500 

14 



PNP 

Ampi. BF 

VcBO : 60 v 

P : 45 W 


h FE 

>15 

3000 

0.5 




di potenza 

le : 3 A 

T c : 25 °C 

Z 

hFE 

20- 4D 

2000 

2 




Circuiti elim. 


Tj : 35 °C 

Y 

h F£ 

30- 70 

2000 

2 


SFT214 





X 

hFE 

50- 100 

2000 

2 








f 0 

8 kHz 

500 

14 



TO-3 





<T 

0,5 MHz 

500 

14 



PNP 


Impiego e dati tecnici come SFT214 eccetto; 






SFT260 

TO-3 


V C 0O : 80 V 









PNP 

Ampi. FI 

VCEO : 36 V 

P : 0,185 W 


P : 

50 

1 

6 


SFT306 


per AM 

VcBO : 24 V 

Tj : 100 °C 


Vfe ; 

17-21 mS 





TO-1 


le ; 10 mA 

Rthc : 200 °C/W 


»T : 

5 MHz 


6 

_ 


PNP 


Impiego e dati tecnici come SFT30G eccetto: 

P : 

75 

1 

6 







bianco 

Vfe : 

19-24 mS 

1 

6 

2 

SFTW7 





giallo 

Vfe : 

22 - 28 mS 

1 

6 

2 


TO -1 





f T : 

7 MHz 

1 

6 
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TIPO 

SIGLA e IMPIEGO 

CONT. 


VALORI MASSIMI 

<T a - 25 °CI 


CARATTERISTICHE a l c V C E f 

<T S : 25 “CI ImA) IVI (MHzl 


SFT308 

PNP 

TO-1 

Ampi. RF 
conv. osci II. OM 

Dati tecnici come SFT306 eccetto: 

bianco 

giallo 

fi : 

Vfe 

Vie : 
f T : 

100 

26 - 30 mS 

>28 mS 

9 MHz 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

2 

2 


PNP 

Ampi. FI 

VcEO V 

P : 0,15 W 

viola 

0 ^ 

100 

1 

6 




per AM - FM 

V C BO 32 V 

T, : >0O°C 

blu 

0 : 

J 50 

1 

6 


SFT31B 


conv. AM 

Iq : 10 mA 

R thc : 300 °C/W 


Vfe : 

20 mS 

1 

6 

50 


TO - 72L 





U | 

70 MHz 

1 

6 



PNP 

Conv. AM 

Dati tecnici come SFT316 eccetto - 


0 

150 

1 

6 


SFT317 






Vfe ; 

15 mS 

1 

6 

50 


TO-1 





<T 

60 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi. FI per AM 

Dati tecnici come 

SFT31G eccetto 

verde 

0 ' 

70 

1 

6 


SFT319 

TO - 1 




blu 

0 ■- 

150 

1 

6 



PNP 

Oscill. conv, 

Dati tecnici come SFT3I6 eccetto 


0 : 

150 

1 

6 


SFT320 

TO-1 

per OM - OC 




f T : 

60 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi, finale 8F 

v CEO : 20 v 

P ; 0.25 W 


h FE 

20-40 

100 

1 





VcBO 32 V 

Tj : 100 °C 

oro 

•^FE 

25 

ino 

1 


SFT321 



IC : 0-3 A 

R thc : 90 °C/W 

arancio 

h FE 

: 35 

100 

1 








f P 

: 17 kHz 

i 

B 



TO - 1 


" 



<T 

: 0,8 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO : 20 v 

P : 0.2Ì W 


hFE 

: 40-60 

T00 

1 





VcBO : 32 v 

Tj 100 °C 

giallo 

hFE 

■ 45 

100 

1 


SFT322 



l C : 0.3 a 

R thc : 80 °C IVI 

verde 

hFE 

. 55 

TOO 

1 








f p- 

: 18 kHz 

1 

6 



TO-1 





<T ' 

■ 1.2 MHz 

1 

6 



PNP 

Ampi, finale BF 

VCEO =0 V 

P : 0.25 V 


hf E- 

: 60-150 

100 

1 




compì. SFT373 

VcBO 32 V 

Tj : 100 °C 

blu 

hFE 

: 67 

100 

1 





IC - 0.3 A 

Rthc ■ 80 "C/W 

viola 

h FE 

: 90 

100 

l 


SFT323 





bianco 

hFE 

: 115 

100 

1 








>0 

: 19 kHz 

1 

6 



TO-1 





>T 

: 2,4 MHz 

1 

6 



PNP 

Preampl. BF 

VCEO 16 v 

P : 0,185 W 

V 

0 

50-100 

1 

6 




basso rumare 

VcBO : 24 V 

Tj 100 °C 

VI 

0 

75-150 

1 

6 


SFT337 



le : 0.15 A 

R^c : 200 °C/W 

VII 

0 

125 -250 

1 

6 








10 

40 kHz 

1 

6 



TO-1 





<T 

7 MHz 

1 

6 



PNP 

Preampl. BF 

Dati tecnici come SFT337 eccetto: 


0 : 

45- 160 

1 

6 







verde 

0 

55 

1 

6 


SFT337A 





blu 

0 - 

70 

1 

6 







viola 

0 - 

90 

1 

G 



TO-1 




bianco 

0 : 

130 

1 

6 



PNP 

Ampi- BF 

VCES ^ 20 V 

P : 0,25 W 

IV 

0 

>30 

1 

6 




sita tens'one 

V C80 : 70 v 

Tj ; 100 °C 

V 

0 

>50 

1 

6 


SFT343 



l C : 0,15 A 

R,hc : 00 °ClW VI 

0 

>75 

1 

6 








*0 

18 kHz 

1 

6 



TO-1 





fT 

1,2 MHz 

1 

6 


















I 


Dati 


s 


SIGLA 

TIPO 

• 

CONT. 

IMPIEGO 

VALORI MASSIMI 

{T a = 25 °C) 


CARATTERISTICHE 

|T a ^ 25 °CI 

* 

ImA) 

VCE 

IV) 

# 

(MH 


PNP 

Preatnpl. e 

VCEO 

: 20 V 

P 

: 0,25 W 


(3 

: 20-45 

1 

6 




pilota 6F 

v CBO 

: 32 V 

T i 

: 100 °C 

Oro 

0 

: 27 

1 

6 


SFT351 



*c 

: 0,15 A 

Rthc 

: 100°C/W 

arancio 

0 

37 

1 

6 










f j3 

17 kHz 

1 

6 



TO- 1 







»T 

0,8 MHz 

1 

6 



PNP 


Impiego e dati tecnici come SFT351 eccetto: 

0 

35-65 

1 

6 









giallo 

0 

45 

1 

6 


SFT352 







verde 

0 

55 

1 

6 










'0 

18 kHz 

1 

6 



TO-1 







<T 

1,2 MHz 

1 

6 



PNP 

fVaarnpl, $ 

VCEO 

20 V 

P 

0.25 W 


0 

55-250 

1 

6 




pilota BF 

v CBO 

32 V 

T i 

100 °c 

blu 

0 

70 

1 

6 





>c 

0,15 A 

R thc 

100°C/W 

viola 

0 

90 

1 

6 


SFT353 







bianco 

0 

125 

1 

6 









grigio 

0 

196 

1 

6 










f 0 

19 kHz 

1 

6 



TO-1 







•t 

2,4 MHz 

1 

6 



PNP 

Oscill. cor>v. 

VCEO 

16 V 

P 

0,15 W 


0 

150 

1 

6 


SFT354 


per OM - OC 

V CBQ 

32 V 

Tj 

100 «C 


Vfe 

38 mS 

1 

6 

0.5 


TO-72L 


■c 

10 mA 

R thc 

300 °CAV 


f T 

80 MHz 

1 

6 



PNP 

Oscar, coni/. 

v CEO 

Ifi V 

P 

0.15 W 


0 

t50 

1 

6 


SFT357 


per MF 

v CBO 

32 V 

T i 

100 °c 


Vfb 

16 mS 

1 

6 

100 


TO- 72L 



10 mA 

R thc 

300 °C/W 


fT 

90 MHz 

1 

6 



PNP 

Preampl. RF 

VCEO 

16 V 

P 

0.15 W 


0 

150 

1 

6 


SFT358 


per MF 

VCBO 

32 V 

Tj 

100 °c 


Vfb 

18 mS 

1 

6 

100 


TO-72L 


■c 

tO mA 

Rthc 

300 °C/W 


'T 

110 MHz 

1 

6 



NPN 

Ampi, finale BF 

v CEO 

6 V 

P 

0,25 W 

V 

h FE 

: 50- 100 

100 

1 




compì. SFT323 

VCBO 

12 V 

T i 

100 °c 

VI 

h FE 

: 75-150 

100 

1 





le 

0.3 A 

R thc 

80 tì C/W 

VII 

tlpE 

: 125 - 250 

100 

1 


SFT373 







b|u 

h FE 

: 70 

100 

1 









viola 

HFE 

: 85 

100 

1 









bianco 

hFE 

: 130 

100 

1 










< 0 

: 35 kHz 

1 

6 



TO- I 







fT 

: 3,5 MHz 

1 

6 



NPN 

Commutazione 

VCEO 

25 V 

P 

0,3 W 


hF£ 

: 30-90 

2 

4.5 


SFTT13 



VCBO 

25 V 

T i • 

175 °C 


fT 

: 300 MHz 

10 

5 



TO' 18 


le 

0,2 A 

Rthc ; 

150 °C/W 








i 


i 
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CONTENITORI 
(dimensioni in min) 
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MM-12R 


RO -87 





























































1.83- 
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Dati Transistori 2 



■$ 0.4 4l°' J * 





























Dati Transistori t 



».?MW 6.9 MAX. 


COLLETTORE 
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ALETTE DI RAFFREDDAMENTO 

(dimensioni in mm) 




ALETTA N ù 1 (tipo Philips 56227) 
Resistenza termica Rthd - 100 °C/W 
Materiale: ottone placcato in nichel 

ALETTA N° 2 (tipo Philips 56263) 

Resistenza termica Rthd - 100 °C/W 
Materiale: rame placcato in stagno 










Dati ^ 


<9 


1 



ALETTA N° 3 (tipo Philips 56200) 
Materiale: ottone placcato in nichel 
Resistenza termica Rthd = 100 °C/W 



ALETTA N° 4 (tipo Philips 56207) 
Materiale: alluminio brunito 
Resistenza termica Rthd z 60 °C/W 



ALETTA M° 5 (tipo Philips 56265) 
Materiale: alluminio brunito 


Resistenza termica Rthd z 60 ° C/W 
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ALETTA N° 6 (tipo Philips 56209} 
Materiale: ottone placcato in nichel 
Resistenza termica Rthd - 75 °C/W 



ALETTA N°7 (tipo Philips 56210) 
Materiale: ottone placcato in nichel 
Resistenza termica Rthd = 95 °C/W 




II 

III 

« 

8 


II 

1 


13 


ALETTA N° 8 (tipo Philips 56208) 
Materiale: ottone placcato in nichel 
Resistenza termica Rthd - 102 °C/W 




